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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１半導体部品と、
　第２半導体部品と、
　前記第１半導体部品および前記第２半導体部品のそれぞれが搭載された配線基板と、
　前記第１半導体部品と前記第２半導体部品とを電気的に接続する複数の配線経路を備え
る第１配線部材と、
　を有し、
　前記第１半導体部品は、外部との間で第１信号を伝送する第１端子、および前記第２半
導体部品との間で第２信号を伝送する第２端子が配置された第１主面を備え、
　前記第２半導体部品は、前記第１半導体部品との間で前記第２信号を伝送する第３端子
が配置された第２主面を備え、
　前記第１信号は前記第２信号より高い周波数で伝送され、
　前記第１半導体部品の前記第１端子は、前記第１配線部材を介さず、かつ、第１バンプ
電極を介して前記配線基板と電気的に接続され、
　前記第１半導体部品の前記第２端子と前記第２半導体部品の前記第３端子は、前記第１
配線部材を介して電気的に接続されている、半導体装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記第１半導体部品の前記第２端子と前記第２半導体部品の前記第３端子との離間距離
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は、前記第１半導体部品の前記第１端子と前記第２半導体部品の前記第３端子との離間距
離より小さい、半導体装置。
【請求項３】
　請求項２において、
　前記第２端子は、第２バンプ電極を介して前記第１配線部材と電気的に接続され、
　前記第３端子は、第３バンプ電極を介して前記第１配線部材と電気的に接続されている
、半導体装置。
【請求項４】
　請求項３において、
　前記第１半導体部品の前記第１主面には、接地電位が供給可能な第４端子および第５端
子が配置され、
　前記第４端子は、前記第１配線部材を介さず、かつ、第４バンプ電極を介して前記配線
基板と電気的に接続され、
　前記第５端子は、第５バンプ電極を介して前記第１配線部材と電気的に接続されている
、半導体装置。
【請求項５】
　請求項４において、
　前記第１半導体部品の前記第２端子と前記第２半導体部品の前記第３端子との離間距離
は、前記第１半導体部品の前記第２端子と前記第３端子との離間距離より小さい、半導体
装置。
【請求項６】
　請求項５において、
　前記第４端子は、前記第１端子と前記第２端子の間に配置されている、半導体装置。
【請求項７】
　請求項６において、
　前記第１半導体部品の前記第２端子と前記第２半導体部品の前記第３端子との離間距離
は、前記第１半導体部品の前記第４端子と前記第２端子との離間距離より小さい、半導体
装置。
【請求項８】
　請求項６において、
　前記第１半導体部品の前記第１主面には、電源電位が供給可能な第６端子が配置され、
　前記第６端子は、前記第１配線部材を介さず、かつ、第６バンプ電極を介して前記配線
基板と電気的に接続されている、半導体装置。
【請求項９】
　請求項８において、
　前記第６端子は、前記第１端子と前記第２端子の間に配置されている、半導体装置。
【請求項１０】
　請求項３において、
　前記第２半導体部品の前記第２主面には、接地電位が供給可能な第７端子が配置され、
　前記第７端子は、前記第１配線部材を介さず、かつ、第７バンプ電極を介して前記配線
基板と電気的に接続されている、半導体装置。
【請求項１１】
　請求項１０において、
　前記第２半導体部品の前記第２主面には、電源電位が供給可能な第８端子が配置され、
　前記第８端子は、前記第１配線部材を介さず、かつ、第８バンプ電極を介して前記配線
基板と電気的に接続されている、半導体装置。
【請求項１２】
　請求項３において、
　前記配線基板の厚さ方向において、前記第１配線部材は、前記第１半導体部品と前記配
線基板との間に位置する部分、および前記第２半導体部品と前記配線基板との間に位置す
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る部分を有している、半導体装置。
【請求項１３】
　請求項３において、
　前記第１バンプ電極、前記第２バンプ電極、および前記第３バンプ電極のそれぞれは、
樹脂により封止されている、半導体装置。
【請求項１４】
　請求項１３において、
　前記第２バンプ電極および前記第３バンプ電極の体積は、前記第１バンプ電極の体積よ
り小さい、半導体装置。
【請求項１５】
　請求項１４において、
　前記第２バンプ電極および前記第３バンプ電極は、第１の樹脂体により封止され、前記
第１バンプ電極は、前記第１の樹脂体とは別の第２の樹脂体により封止されている、半導
体装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置に関し、例えば、半導体チップなどの複数の半導体部品が配線部
材を介して互いに電気的に接続された半導体装置に適用して有効な技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特開２０１４－９９５９１号公報（特許文献１）や、特開２０１４－１７９６１３号公
報（特許文献２）には、二つの半導体チップがブリッジング・ブロック、あるいはブリッ
ジと呼ばれる部材を介して電気的に接続された構造が記載されている。また、特開２００
３－３４５４８０号公報（特許文献３）には、二つの半導体チップが配線基板を介して電
気的に接続された構造が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－９９５９１号公報
【特許文献２】特開２０１４－１７９６１３号公報
【特許文献３】特開２００３－３４５４８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　配線基板上に搭載された複数の半導体部品を、インタポーザなどの配線部材を介して互
いに電気的に接続し、半導体部品間で信号伝送を行う技術がある。しかし、上記の技術を
用いた半導体装置の性能を向上させる上で改善の余地がある。
【０００５】
　その他の課題と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面から明らかになるであろ
う。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一実施の形態による半導体装置は、配線基板に搭載される第１半導体部品および第２半
導体部品を有している。上記第１半導体部品は、外部との間で第１信号を伝送する第１端
子、および上記第２半導体部品との間で第２信号を伝送する第２端子を有する。また、上
記第２半導体部品は、上記第１半導体部品との間で上記第２信号を伝送する第３端子を有
する。また、上記第１信号は上記第２信号より高い周波数で伝送される。また、上記第１
半導体部品の上記第２端子と上記第２半導体部品の上記第３端子は、上記第１配線部材を
介して電気的に接続されている。また、上記第１半導体部品の上記第１端子は、上記第１
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配線部材を介さず、かつ、第１バンプ電極を介して上記配線基板と電気的に接続されるも
のである。
【発明の効果】
【０００７】
　上記一実施の形態によれば、半導体装置の性能を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】一実施の形態である半導体装置の構成例を模式的に示す説明図である。
【図２】図１に示す半導体装置の上面図である。
【図３】図２に示す半導体装置の下面図である。
【図４】図２のＡ－Ａ線に沿った断面図である。
【図５】図４に示す半導体部品とインタポーザとの接続部分の周辺を示す拡大断面図であ
る。
【図６】図４に示す複数の半導体部品のうち、図５に示す半導体部品とは別の半導体部品
とインタポーザとの接続部分の周辺を示す拡大断面図である。
【図７】図４に示す配線基板が備える複数の配線層のうちの一層の配線レイアウトの例を
示す拡大平面図である。
【図８】図２に示す複数の半導体部品のそれぞれの主面側の端子配列の例を示す平面図で
ある。
【図９】図４～図６に示すインタポーザの上面側の例を示す平面図である。
【図１０】図５および図６に示す半導体部品とインタポーザとを電気的に接続するバンプ
電極の拡大断面図である。
【図１１】図５および図６に示す半導体部品と配線基板とを電気的に接続するバンプ電極
の拡大断面図である。
【図１２】図１に対する変形例である半導体装置の構成例を模式的に示す説明図である。
【図１３】図１に対する他の変形例である半導体装置の構成例を模式的に示す説明図であ
る。
【図１４】図１３に示すメモリパッケージに接続されたインタポーザの周辺を拡大して示
す説明図である。
【図１５】図１に示すインタポーザの周辺を拡大して示す説明図である。
【図１６】図１５に対する変形例であるインタポーザの周辺を拡大して示す説明図である
。
【図１７】図５に対する変形例である半導体装置の半導体部品とインタポーザとの接続部
分の周辺を示す拡大断面図である。
【図１８】図５に対する他の変形例である半導体装置の半導体部品とインタポーザとの接
続部分の周辺を示す拡大断面図である。
【図１９】図５に対する他の変形例である半導体装置の半導体部品とインタポーザとの接
続部分の周辺を示す拡大断面図である。
【図２０】図１に対する他の変形例である半導体装置の構成例を模式的に示す説明図であ
る。
【図２１】図１に対する他の変形例である半導体装置の構成例を模式的に示す説明図であ
る。
【図２２】図１に対する他の変形例である半導体装置の構成例を模式的に示す説明図であ
る。
【図２３】図２２に対する変形例である半導体装置の構成例を模式的に示す説明図である
。
【図２４】図４に対する変形例である半導体装置の構成例を模式的に示す説明図である。
【図２５】図１１に示す半導体部品と配線基板とを電気的に接続するバンプ電極に対する
変形例を示す拡大断面図である。
【図２６】図１１に示す半導体部品と配線基板とを電気的に接続するバンプ電極に対する
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他の変形例を示す拡大断面図である。
【図２７】図１４に示すメモリパッケージに対する変形例を示す説明図である。
【図２８】図１に対する検討例である半導体装置の構成を模式的に示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　（本願における記載形式・基本的用語・用法の説明）
　本願において、実施の態様の記載は、必要に応じて、便宜上複数のセクション等に分け
て記載するが、特にそうでない旨明示した場合を除き、これらは相互に独立別個のもので
はなく、記載の前後を問わず、単一の例の各部分、一方が他方の一部詳細または一部また
は全部の変形例等である。また、原則として、同様の部分は繰り返しの説明を省略する。
また、実施の態様における各構成要素は、特にそうでない旨明示した場合、理論的にその
数に限定される場合および文脈から明らかにそうでない場合を除き、必須のものではない
。
【００１０】
　同様に実施の態様等の記載において、材料、組成等について、「ＡからなるＸ」等とい
っても、特にそうでない旨明示した場合および文脈から明らかにそうでない場合を除き、
Ａ以外の要素を含むものを排除するものではない。たとえば、成分についていえば、「Ａ
を主要な成分として含むＸ」等の意味である。たとえば、「シリコン部材」等といっても
、純粋なシリコンに限定されるものではなく、ＳｉＧｅ（シリコン・ゲルマニウム）合金
やその他シリコンを主要な成分とする多元合金、その他の添加物等を含む部材も含むもの
であることはいうまでもない。また、金めっき、Ｃｕ層、ニッケル・めっき等といっても
、そうでない旨、特に明示した場合を除き、純粋なものだけでなく、それぞれ金、Ｃｕ、
ニッケル等を主要な成分とする部材を含むものとする。
【００１１】
　さらに、特定の数値、数量に言及したときも、特にそうでない旨明示した場合、理論的
にその数に限定される場合および文脈から明らかにそうでない場合を除き、その特定の数
値を超える数値であってもよいし、その特定の数値未満の数値でもよい。
【００１２】
　また、実施の形態の各図中において、同一または同様の部分は同一または類似の記号ま
たは参照番号で示し、説明は原則として繰り返さない。
【００１３】
　また、添付図面においては、却って、煩雑になる場合または空隙との区別が明確である
場合には、断面であってもハッチング等を省略する場合がある。これに関連して、説明等
から明らかである場合等には、平面的に閉じた孔であっても、背景の輪郭線を省略する場
合がある。更に、断面でなくとも、空隙でないことを明示するため、あるいは領域の境界
を明示するために、ハッチングやドットパターンを付すことがある。
【００１４】
　また、本願では、例えばシリコン（Ｓｉ）などの半導体材料から成る半導体基板に集積
回路を形成した後、複数の個片に分割することで得られる半導体部品を、半導体チップと
呼ぶ。また、上記半導体チップ、上記半導体チップが搭載された基材（例えば、配線基板
やリードフレーム）、および上記半導体チップと電気的に接続された複数の外部端子を有
する半導体部品を、半導体パッケージと呼ぶ。また、半導体チップおよび半導体パッケー
ジの事を、半導体部品または半導体装置と呼ぶ場合がある。半導体部品または半導体装置
は、半導体チップおよび半導体パッケージの総称である。また、半導体部品または半導体
装置には、複数の半導体部品が配線基板などの基材に搭載されたものも含まれる。例えば
、以下の実施の形態では、複数の半導体部品が配線基板に搭載されたものを半導体装置と
呼ぶ。したがって、以下の実施の形態において、半導体部品とは、半導体チップまたは半
導体パッケージであることを意味する。
【００１５】
　＜複数の半導体部品が搭載された半導体装置について＞
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　半導体装置の性能向上を図る取り組みには、例えば、データ処理速度の向上や、データ
処理機能の多様化、あるいは、通信速度の向上などの取り組みが含まれる。また、半導体
装置に対しては、小型化が要求されるので、性能向上を図る際には、性能向上に伴う装置
の大型化を抑制する必要がある。
【００１６】
　ここで、例えば一つの半導体チップに多くの機能を内蔵させる場合、半導体チップの実
装面積が増大することにより、半導体装置の大型化の原因になる。また、一つの半導体チ
ップに多くの機能（例えば多種類の回路や多くの回路）を内蔵させる場合、半導体チップ
の複数の機能のうちの一部の性能を向上させる際に、半導体チップ全体の設計を見直す必
要があるので、開発に時間を要する。
【００１７】
　一方、一つの半導体パッケージに複数の半導体部品が搭載されている構造の場合、複数
の半導体部品のそれぞれが有する機能（回路ブロック）は単純化できる。このため、複数
の半導体部品を内蔵させた場合であっても、結果的に半導体装置の大型化を抑制できる。
また、半導体装置の複数の機能のうちの一部の性能を向上させる際には、性能向上の対象
になる機能を有する半導体部品の設計を見直せば良いので、開発期間を短縮できる。
【００１８】
　また、複数の半導体部品のそれぞれが備える回路（機能）を電気的に接続する場合、複
数の半導体部品を互いに電気的に接続し、複数の半導体部品間で信号を伝送する必要があ
る。そこで、例えば後述する図１に示すインタポーザ４０などの配線部材を介して複数の
半導体部品を電気的に接続すれば、配線部材を介して信号を伝送することができる。
【００１９】
　インタポーザ４０などの配線部材は、半導体パッケージの基材となる配線基板（パッケ
ージ基板）と比較して、多数の配線を高密度で形成できる。このため、複数の半導体部品
がインタポーザを介して互いに電気的に接続されている場合、インタポーザを介在させる
ことによる半導体装置の大型化を抑制できる。
【００２０】
　ところが、インタポーザなどの配線部材は、多数の配線経路を高密度で実装できるが、
複数の配線経路のそれぞれのインピーダンス特性が低下する。例えば、複数の配線経路の
それぞれの断面積は小さいので、配線抵抗が大きい。また例えば、複数の配線経路のそれ
ぞれのインピーダンス値が配線構造による影響を受けやすくなるので、信号伝送経路の途
中に、インピーダンス不連続点が生じやすい。したがって、インタポーザが備える配線経
路で高周波信号を伝送する場合には、配線経路のインピーダンス特性に起因して、信号伝
送できない場合がある。
【００２１】
　以下、図１に示す本実施の形態の半導体装置ＰＫＧ１と、図１に対する検討例である図
２８に示す半導体装置ＰＫＧｈ１について説明する。図１は、本実施の形態の半導体装置
の構成例を模式的に示す説明図である。また、図２８は、図１に対する検討例である半導
体装置の構成を模式的に示す説明図である。
【００２２】
　図１および図２８では、半導体装置の構成例および回路構成例を判り易くしめすため、
断面図であってもハッチングを省略している。また、半導体部品２０および半導体部品３
０が有する回路を二点鎖線で模式的に示し、各回路に接続される信号伝送経路は、実線で
示している。
【００２３】
　また、図１および図２８では、半導体装置が実装基板（マザーボード）ＭＢ１に搭載さ
れ、実装基板ＭＢ１を介して外部機器ＥＸ１や電位供給部ＰＳ１と接続された状態を模式
的に示している。言い換えれば、図１に示す構成は、半導体装置ＰＫＧ１が実装基板ＭＢ
１に搭載され、実装基板ＭＢ１を介して外部機器ＥＸ１と電気的に接続された電子装置で
ある。
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【００２４】
　また、図１および図２８では、半導体装置ＰＫＧ１（図２８では半導体装置ＰＫＧｈ１
）が有する多数の配線経路のうちの一部を代表的に示している。したがって、半導体装置
ＰＫＧ１（図２８では半導体装置ＰＫＧｈ１）が有する配線経路の数は図１や図２８に示
す数以上であっても良い。
【００２５】
　図１に示す半導体装置ＰＫＧ１および半導体装置ＰＫＧｈ１（図２８参照）のそれぞれ
は、パッケージ基板である配線基板１０と、配線基板１０の上面１０ｔ上に搭載される半
導体部品２０および半導体部品３０と、半導体部品２０と半導体部品３０との間を電気的
に接続する配線部材であるインタポーザ４０（図２８ではインタポーザ４０ｈ）と、を有
している。インタポーザ（ブリッジチップ）４０は、配線基板１０を介さずに、半導体部
品２０と半導体部品３０とを電気的に接続する複数の配線経路を備えた配線部材である。
【００２６】
　また、半導体装置ＰＫＧ１および半導体装置ＰＫＧｈ１（図２８参照）のそれぞれは、
外部機器ＥＸ１との間で信号伝送を行う外部インタフェース回路（外部入出力回路）ＳＩ
Ｆ１と、コア回路（主回路）ＳＣＲ１を備えている。コア回路ＳＣＲ１には、データ信号
に対して演算処理を施す演算処理回路（演算処理部）が含まれる。またコア回路ＳＣＲ１
には、演算処理回路以外の回路が含まれていても良い。
【００２７】
　図１および図２８に示す例では、半導体部品３０がコア回路ＳＣＲ１を備え、半導体部
品２０が外部インタフェース回路ＳＩＦ１を備えている。また、半導体部品２０および半
導体部品３０のそれぞれは、インタポーザ４０を介して電気的に接続される内部インタフ
ェース回路ＳＩＦ２を有している。半導体部品３０の内部インタフェース回路ＳＩＦ２は
、コア回路ＳＣＲ１の演算処理回路と電気的に接続されている。また、半導体部品２０の
内部インタフェース回路ＳＩＦ２は、外部インタフェース回路ＳＩＦ１と電気的に接続さ
れている。言い換えれば、半導体部品３０が備えるコア回路ＳＣＲ１の演算処理回路は、
内部インタフェース回路ＳＩＦ２および半導体部品３０が備える外部インタフェース回路
ＳＩＦ１を介して外部機器ＥＸ１と電気的に接続されている。
【００２８】
　また、半導体部品２０と外部機器ＥＸ１との間を電気的に接続する信号伝送経路Ｌｓｇ
１では、シリアル通信方式で信号ＳＧ１が伝送される。言い換えれば、信号ＳＧ１は、シ
リアル通信方式用に構成されたシリアル信号である。一方、半導体部品２０と半導体部品
３０との間を電気的に接続する信号伝送経路Ｌｓｇ２では、パラレル通信方式で信号ＳＧ
２が伝送される。言い換えれば、信号ＳＧ２は、パラレル通信方式用に構成されたパラレ
ル信号である。
【００２９】
　シリアル通信方式とは、信号伝送経路において、複数のビットで構成されるデータが１
ビットずつ逐次的に伝送される通信方式である。一方、パラレル通信方式とは、複数の構
成されるデータが複数の信号伝送経路を介して、ビット群として同時並行的に伝送される
通信方式である。
【００３０】
　半導体装置ＰＫＧ１に要求されるデータ転送速度を固定して考えた場合、パラレル通信
方式は、複数の信号伝送経路を介してデータを転送するので、シリアル通信方式と比較し
て複数の信号伝送経路のそれぞれの伝送速度（伝送周波数、動作クロック）を低く設定で
きる。また、パラレル通信方式は、シリアル通信方式と比較して、入出力回路の構造を単
純化できる。このため、図１に示す信号ＳＧ２をパラレル通信方式で伝送する場合、内部
インタフェース回路ＳＩＦ２の構造を単純化できる。この場合、内部インタフェース回路
ＳＩＦ２の専有面積を低減できるので、半導体装置ＰＫＧ１を小型化することができる。
【００３１】
　ただし、パラレル通信方式は、シリアル通信方式と比較して、一般的に信号伝送距離の
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上限が短くなる。例えば、パラレル通信方式は、複数の信号伝送経路を介してデータを同
時に転送するので、高速信号伝送で距離が長くなることにより、スキューが大きくなると
同期が困難になる。また例えば、パラレル通信方式では、データ転送速度を規定する要因
として、バス幅（信号伝送経路の数）がある。このため、パラレル通信方式の場合、多数
の信号伝送経路を高密度で設けることになる。このように、多数の信号伝送経路が高密度
で設けられた状態で、信号伝送距離を長くすると、並走する信号伝送経路間でのクロスト
ークノイズの問題が生じる。
【００３２】
　一方、シリアル通信方式の場合、入出力回路には、シリアル通信方式とパラレル通信方
式とを変換する変換回路が必要になり、回路構造はパラレル通信方式よりも複雑になる。
例えば、図１に示す半導体部品２０の平面視において、外部インタフェース回路ＳＩＦ１
の専有面積は、内部インタフェース回路ＳＩＦ２の専有面積より大きい。変換回路では、
シリアル通信方式で入力された信号がパラレル通信方式に変換されて出力され、パラレル
通信方式で入力された信号がシリアル通信方式に変換されて出力される。この変換回路は
、ＳｅｒＤｅｓ（Serializer／Deserializer）と呼ばれる。
【００３３】
　しかし、シリアル通信方式の場合、複数のビットで構成されるデータが１ビットずつ逐
次的に伝送されるので、信号伝送距離が長くなってもスキューによる同期の問題は生じ難
い。また、シリアル通信方式の場合、複数の信号伝送経路のそれぞれの伝送速度（伝送周
波数、動作クロック）を高くすることで、データ転送速度を向上させるので、パラレル通
信方式と比較して信号伝送経路の数を低減できる。このため、隣り合う信号伝送経路の間
でのクロストークノイズの影響を低減するための対策を施し易い。例えば、信号伝送経路
の周囲に固定電位が供給可能なシールド導体層を配置すれば、隣り合う信号伝送経路の間
でのクロストークノイズの影響を低減できる。
【００３４】
　上記の通り、パラレル通信方式とシリアル通信方式には、それぞれ長所があり、図１に
示す信号伝送経路Ｌｓｇ２など、信号伝送距離が短い部分では、パラレル通信方式を用い
ることで、半導体装置ＰＫＧ１を小型化することができる。一方、信号伝送経路Ｌｓｇ１
のように半導体装置ＰＫＧ１の外部との間で信号を伝送する部分では、信号伝送距離が相
対的に長くなる。このため、信号伝送経路Ｌｓｇ１には、シリアル通信方式を適用するこ
とで安定的に信号伝送することが可能になる。
【００３５】
　例えば、半導体装置ＰＫＧ１と外部機器ＥＸ１との間のデータ転送速度を１．０５ＴＢ
／ｓ（テラビット毎秒）とした場合について考える。図１では、代表的に差動対の信号伝
送経路Ｌｓｇ１、および一本の信号伝送経路Ｌｓｇ２を示している。差動対の信号伝送経
路Ｌｓｇ１の伝送速度を５６Ｇｂｐｓ（ギガビット毎秒）とした場合、１５０対の信号伝
送経路Ｌｓｇ１を設けることにより、１．０５ＴＢ／ｓのデータ転送速度が実現できる。
差動対の信号伝送経路Ｌｓｇ１のそれぞれは、対になる二本の配線経路により構成される
。したがって、送信用の信号伝送経路と受信用の信号伝送経路とを考慮すると、１．０５
ＴＢ／ｓを実現するために必要な端子の数は、１５０×２×２＝６００である。また、一
つの信号伝送経路Ｌｓｇ２の伝送速度を２Ｇｂｐｓとした場合、４２００本の信号伝送経
路Ｌｓｇ２を設けることにより、１．０５ＴＢ／ｓのデータ転送速度が実現できる。
【００３６】
　なお、例えば信号波形の１波長で２ビット分のデータを伝送する場合、伝送速度と周波
数の関係は２対１になる。したがって、上記の例を周波数に換算すると、信号伝送経路Ｌ
ｓｇ１の伝送速度が５６Ｇｂｐｓの場合、信号ＳＧ１の信号波形の周波数は、２８ＧＨｚ
（ギガヘルツ）になる。また、信号伝送経路Ｌｓｇ２の伝送速度が２Ｇｂｐｓの場合、信
号ＳＧ１の信号波形の周波数は、１ＧＨｚ（ギガヘルツ）になる。
【００３７】
　上記のように、多くの信号伝送経路Ｌｓｇ１を外部インタフェース回路ＳＩＦ１に接続
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する場合、外部インタフェース回路ＳＩＦ１の専有面積が増大する。このため、半導体部
品３０に全ての信号伝送経路Ｌｓｇ１を接続する場合、コア回路ＳＣＲ１と外部インタフ
ェース回路ＳＩＦ１とのレイアウト上の制約が大きくなり、半導体部品３０の平面積（主
面３０ｔの面積）が大きくなる。しかし、本実施の形態のように、半導体部品２０に多数
の信号伝送経路Ｌｓｇ１のうちの少なくとも一部を接続し、半導体部品３０のコア回路Ｓ
ＣＲ１が半導体部品２０を介して外部と信号伝送する構造にすれば、半導体部品２０およ
び半導体部品３０のそれぞれのレイアウトを単純化できる。
【００３８】
　ここで、半導体部品２０と半導体部品３０とを電気的に接続する方法として、図２８に
示す半導体装置ＰＫＧｈ１のように、配線基板１０上にインタポーザ４０ｈを搭載し、イ
ンタポーザ４０ｈ上に半導体部品２０と半導体部品３０とを搭載する方法が考えられる。
半導体装置ＰＫＧｈ１の場合、半導体部品２０および半導体部品３０の全体がインタポー
ザ４０ｈに搭載されている。言い換えれば、半導体装置ＰＫＧｈ１が有する半導体部品２
０および半導体部品３０のそれぞれは、インタポーザ４０ｈを介して配線基板１０と電気
的に接続されている。
【００３９】
　このため、半導体装置ＰＫＧｈ１の場合、シリアル通信方式で信号ＳＧ１が伝送される
信号伝送経路Ｌｓｇ１の一部分は、インタポーザ４０ｈを通過する。インタポーザ４０ｈ
は、パラレル通信方式で信号ＳＧ２が伝送される信号伝送経路Ｌｓｇ２が形成される配線
部材である。このため、インタポーザ４０ｈでは、配線基板１０と比較して断面積が小さ
い微細な配線が高密度で配置されている。言い換えれば、インタポーザ４０ｈの配線設計
において適用される設計ルールは、配線基板１０の配線設計において適用される設計ルー
ルと比較して、配線の厚さ、配線幅、および隣り合う配線間距離の設計基準値が小さい。
例えば、図２８に示す例では、信号伝送経路Ｌｓｇ１の一部を構成する半導体部品２０の
端子ＰＤ１に接続されるバンプ電極ＢＰｈ１の体積は、図１に示すバンプ電極（導電性部
材）ＢＰ１の体積より小さく、バンプ電極（導電性部材）ＢＰ２やバンプ電極（導電性部
材）ＢＰ３と同程度の体積である。
【００４０】
　このため、インタポーザ４０ｈが備える配線経路の配線抵抗は、配線基板１０が備える
配線経路の配線抵抗と比較して相対的に高い。このため、インタポーザ４０ｈでは配線基
板１０と比較して、配線抵抗による信号の損失が発生し易い。また、複数の配線経路のそ
れぞれのインピーダンス値が配線構造による影響を受けやすくなるので、信号伝送経路の
途中に、インピーダンス不連続点が生じやすい。そしてインピーダンス不連続点では、信
号の反射に起因した伝送損失が発生する。
【００４１】
　また、配線経路の断面積が小さい微細な配線経路を用いて信号伝送を行う場合の信号の
損失の程度は、伝送される信号の波長、言い換えれば周波数に対応して変化する。すなわ
ち、信号波長が長い低周波信号の場合、微細な配線経路を通過する際に生じる損失は少な
い。一方、信号波長が短い高周波信号の場合、配線抵抗による損失やインピーダンス不連
続点での反射の影響を受けやすいため、信号損失が大きくなる。つまり、図２８に示す例
では、相対的に伝送速度が速い（言い換えれば周波数が高い）信号ＳＧ１を伝送する信号
伝送経路Ｌｓｇ１がインタポーザ４０ｈを通過する際に生じる信号損失は、信号ＳＧ２を
伝送する信号伝送経路Ｌｓｇ２がインタポーザ４０ｈを通過する際に生じる信号損失より
大きい。
【００４２】
　信号損失が増大すると、信号波形の振幅が小さくなる。また、信号損失が増大すると、
信号波形に歪が生じる。このため、信号を受信する側での信号波形が乱れ、通信の信頼性
が低下する原因になる。
【００４３】
　そこで、本実施の形態では、図１に示すように、信号ＳＧ１を伝送する信号伝送経路Ｌ
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ｓｇ１が、インタポーザ４０を介さずに半導体部品２０の外部インタフェース回路ＳＩＦ
１と外部機器ＥＸ１との間を電気的に接続するように構成した。
【００４４】
　すなわち、図１に示すように半導体装置ＰＫＧ１が有する半導体部品２０は、外部（外
部機器ＥＸ１）との間で信号を伝送する端子ＰＤ１、および半導体部品３０との間で信号
ＳＧ２を伝送する端子ＰＤ２が配置された主面２０ｔを備える。また、半導体装置ＰＫＧ
１が有する半導体部品３０は、半導体部品２０との間で信号ＳＧ２を伝送する端子ＰＤ３
が配置された主面３０ｔを備える。また、信号ＳＧ１は信号ＳＧ２より高い周波数（高い
伝送速度）で伝送される。また、半導体部品２０の端子ＰＤ１は、インタポーザ４０を介
さず、かつ、バンプ電極ＢＰ１を介して配線基板１０と電気的に接続される。また、半導
体部品２０の端子ＰＤ２と半導体部品３０の端子ＰＤ３は、インタポーザ４０を介して電
気的に接続されている。
【００４５】
　本実施の形態によれば、シリアル通信方式を利用して高速（高周波）で信号ＳＧ１を伝
送する信号伝送経路Ｌｓｇ１がインタポーザ４０を経由せず、バンプ電極ＢＰ１を介して
配線基板１０に接続されるので、高速伝送経路の信号損失を低減できる。一方、半導体部
品２０と半導体部品３０の間で信号ＳＧ２を伝送する信号伝送経路Ｌｓｇ２は、複数の配
線が高密度で配置されるインタポーザ４０を経由する。このため、パラレル通信方式を適
用して信号伝送経路Ｌｓｇ２の数が増加する場合でも、半導体装置ＰＫＧ１の平面積の増
加を抑制できる。
【００４６】
　上記したように、信号伝送経路Ｌｓｇ２の伝送速度は例えば２Ｇｂｐｓ程度であり、信
号ＳＧ２の信号波形の周波数は１ＧＨｚ程度である。半導体部品２０と半導体部品３０の
間を接続する程度の伝送距離で、１ＧＨｚ程度の周波数の信号波形による信号伝送を行う
場合、インタポーザ４０を経由させても信号伝送の波形品質に与える影響は少ない。しか
し、伝送速度が１０ＧＨｚ以上になると高周波帯域の伝送損失が増加し、また信号周期も
短くなる。このため、タイミングマージンが無くなるので、波形品質の劣化を抑制する必
要がある。例えば、シリアル通信方式であっても、周波数が１ＧＨｚ程度であれば、イン
タポーザ４０を介して信号を伝送することができる。一方、１０ＧＨｚ以上の周波数で信
号伝送する信号伝送経路の場合には、図１に示すように、インタポーザ４０を経由しない
信号伝送経路Ｌｓｇ１の構造とすることで、信号損失を大幅に低減することができ、イン
ピーダンス不整合も抑制した良好な波形品質が得られる。
【００４７】
　また、図１に示すように、半導体部品２０の端子ＰＤ２と半導体部品３０の端子ＰＤ３
との離間距離は、半導体部品２０の端子ＰＤ１と半導体部品３０の端子ＰＤ３との離間距
離より小さい。言い換えれば、平面視において、半導体部品２０の端子ＰＤ２は、半導体
部品２０の端子ＰＤ１と半導体部品３０の端子ＰＤ３との間に配置されている。この場合
、インタポーザ４０を介して信号ＳＧ２が伝送される信号伝送経路Ｌｓｇ２の両端部であ
る端子ＰＤ２と端子ＰＤ３の間の伝送距離を短くできる。上記したように、パラレル通信
方式の場合、伝送距離が長くなると、スキューによる同期の問題、伝送損失増加の問題、
あるいはクロストークノイズの問題が顕在化する。したがって、パラレル通信方式に係る
これらの課題を低減する観点からは、端子ＰＤ２と端子ＰＤ３の離間距離を小さくして、
信号伝送経路Ｌｓｇ２の伝送距離を短くすることが好ましい。
【００４８】
　また、信号伝送経路Ｌｓｇ２の伝送距離を短くする観点からは、以下の構成が好ましい
。すなわち、図１に示すように、半導体部品２０の端子ＰＤ２と半導体部品３０の端子Ｐ
Ｄ３との離間距離は、半導体部品２０の端子ＰＤ１と端子ＰＤ２との離間距離より小さい
。言い換えれば、平面視において、半導体部品２０の端子ＰＤ２は、半導体部品２０の端
子ＰＤ１より半導体部品３０の端子ＰＤ３に近い位置に配置されている。このように、半
導体部品２０の端子ＰＤ２と半導体部品３０の端子ＰＤ３との離間距離は、半導体部品２
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０の端子ＰＤ１と端子ＰＤ２との離間距離より小さくなる程度まで、信号伝送経路Ｌｓｇ
２の伝送距離を短くすれば、パラレル通信方式に係る上記課題を大幅に低減できる。
【００４９】
　また、図１に示す例では、半導体部品２０および半導体部品３０のそれぞれと、インタ
ポーザとはバンプ電極を介して電気的に接続されている。詳しくは、半導体部品２０の端
子ＰＤ２は、バンプ電極ＢＰ２を介してインタポーザ４０と電気的に接続されている。ま
た、半導体部品３０の端子ＰＤ３はバンプ電極ＢＰ３を介してインタポーザ４０と電気的
に接続されている。バンプ電極ＢＰ２およびバンプ電極ＢＰ３のそれぞれは、後述するよ
うに、例えば半田ボール、あるいは柱状に形成された導電性部材である。このようにバン
プ電極を介して配線部材と半導体部品とを電気的に接続する場合、半導体部品と配線部材
の間の伝送距離が短くできる点で好ましい。
【００５０】
　また、半導体部品２０に接続される配線経路は、上記した信号伝送経路Ｌｓｇ１や信号
伝送経路Ｌｓｇ２以外の伝送経路が接続されていても良い。例えば、図１に示す例では、
半導体部品２０には、接地電位ＶＧ１が供給可能な端子ＰＤ４および端子ＰＤ５が配置さ
れている。半導体部品２０には、外部（図１に示す例では電位供給部ＰＳ１）から接地電
位ＶＧ１が供給可能な配線経路Ｌｖｇ１、および半導体部品２０と半導体部品３０との間
で接地電位ＶＧ１を伝送可能な配線経路Ｌｖｇ２が接続されている。図１に示す例では、
電位供給部ＰＳ１から端子ＰＤ４を介して外部インタフェース回路ＳＩＦ１および内部イ
ンタフェース回路ＳＩＦ２に接地電位ＶＧ１が供給可能である。また、端子ＰＤ５は内部
インタフェース回路ＳＩＦ２に接続されており、接地電位ＶＧ１は、内部インタフェース
回路ＳＩＦ２を介して端子ＰＤ５に供給される。
【００５１】
　接地電位ＶＧ１が供給可能な配線経路Ｌｖｇ１は、信号伝送経路Ｌｓｇ１の信号波形に
対する参照電位が伝送されるリファレンス経路として利用することができる。また、信号
伝送経路Ｌｓｇ１の周囲に接地電位が供給される配線経路Ｌｖｇ１が配置されている場合
、信号伝送経路Ｌｓｇ１から発生するノイズ、あるいは信号伝送経路Ｌｓｇ１に対するノ
イズの伝搬を抑制するシールド導体として利用することができる。
【００５２】
　同様に、半導体部品３０との間で接地電位ＶＧ１を伝送可能な配線経路Ｌｖｇ２は、信
号伝送経路Ｌｓｇ２の信号波形に対する参照電位が伝送されるリファレンス経路として利
用することができる。また、配線経路Ｌｖｇ２は、信号伝送経路Ｌｓｇ２から発生するノ
イズ、あるいは信号伝送経路Ｌｓｇ２に対するノイズの伝搬を抑制するシールド導体とし
て利用することができる。
【００５３】
　また、半導体部品２０の端子ＰＤ４は、インタポーザ４０を介さず、かつ、バンプ電極
ＢＰ４を介して配線基板１０と電気的に接続される。また、半導体部品２０の端子ＰＤ５
は、バンプ電極ＢＰ５を介してインタポーザ４０と電気的に接続されている。図１に示す
例では、インタポーザ４０の配線経路Ｌｖｇ２は、半導体部品２０を介して配線基板１０
と接続されており、配線基板１０とは直接的には接続されていない。この場合、インタポ
ーザ４０の下面４０ｂ（後述する図５参照）側に端子を設けなくても良い。
【００５４】
　ただし、インタポーザ４０の配線経路Ｌｖｇ２に接地電位ＶＧ１を供給する方法の変形
例として、インタポーザ４０と配線基板１０との間、すなわちインタポーザ４０の下面４
０ｂ側に端子を設け、該端子を介して配線基板１０と配線経路Ｌｖｇ２とを直接的に接続
しても良い。配線基板１０と接続された端子から接地電位ＶＧ１を供給すれば、接地電位
ＶＧ１の供給経路が増えるので、配線経路Ｌｖｇ２の電位を安定化させることができる。
【００５５】
　また、図１に示す例では、主面２０ｔにおいて、半導体部品２０の端子ＰＤ４は、端子
ＰＤ１と端子ＰＤ２の間に配置されている。言い換えれば、外部との間で信号ＳＧ１を伝
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送する端子ＰＤ１は、端子ＰＤ２および端子ＰＤ４と比較してインタポーザ４０から離れ
た位置に配置されている。図１に示す例では、信号伝送経路Ｌｓｇ１は、半導体部品３０
から離れる方向に向かって引き出されている。これにより、多数の信号伝送経路Ｌｓｇ１
を配置するスペースを確保することができる。
【００５６】
　一方、半導体部品２０に接地電位ＶＧ１を供給する端子ＰＤ４が端子ＰＤ５の近くに配
置されている場合、端子ＰＤ４を経由して端子ＰＤ５に接地電位ＶＧ１を供給する際に接
地電位ＶＧ１の供給経路距離が短くなる。これにより、配線経路Ｌｖｇ２の電位を安定さ
せることができる。
【００５７】
　ただし、配線経路Ｌｖｇ１が、信号伝送経路Ｌｓｇ１の信号波形に対する参照電位が伝
送されるリファレンス経路として利用される場合、信号伝送経路Ｌｓｇ１と、リファレン
ス経路としての配線経路Ｌｖｇ１との離間距離が一定であることが好ましい。したがって
、複数の端子ＰＤ４のうちの一部が複数の端子ＰＤ２の近傍に設けられていても良い。例
えば、半導体部品２０の主面２０ｔに複数の端子ＰＤ１が設けられている場合、複数の端
子ＰＤ１の間に複数の端子ＰＤ４のうちの一部が設けられていても良い。
【００５８】
　また、図１に示す例では、半導体部品２０の主面２０ｔには、外部（図１に示す例では
電位供給部ＰＳ１）から電源電位ＶＤ１が供給可能な端子ＰＤ６が配置されている。半導
体部品２０には、外部から電源電位ＶＤ１が供給可能な配線経路Ｌｖｄ１が接続されてい
る。半導体部品２０の端子ＰＤ６は、インタポーザ４０を介さず、かつ、バンプ電極ＢＰ
６を介して配線基板１０と電気的に接続される。
【００５９】
　電源電位ＶＤ１は、例えば、半導体部品２０の外部インタフェース回路ＳＩＦ１、ある
いは半導体部品２０の内部インタフェース回路ＳＩＦ２、あるいはこれらの両方を駆動す
る駆動電源用の電位である。図１に示すように、インタポーザ４０を介さずに、配線基板
１０から直接的に電源電位ＶＤ１を供給することで、配線経路Ｌｖｄ１のインピーダンス
を低減することができるので、電源電位ＶＤ１を安定化させることができる。
【００６０】
　また、図１に示す例では、主面２０ｔにおいて、半導体部品２０の端子ＰＤ６は、端子
ＰＤ１と端子ＰＤ２の間に配置されている。言い換えれば、外部との間で信号ＳＧ１を伝
送する端子ＰＤ１は、端子ＰＤ２および端子ＰＤ６と比較してインタポーザ４０から離れ
た位置に配置されている。図１に示す例では、信号伝送経路Ｌｓｇ１は、半導体部品３０
から離れる方向に向かって引き出されている。これにより、多数の信号伝送経路Ｌｓｇ１
を配置するスペースを確保することができる。
【００６１】
　また、図１に示す例では、主面２０ｔにおいて、半導体部品２０の端子ＰＤ６は、端子
ＰＤ１と端子ＰＤ４の間に配置されている。言い換えれば、半導体部品２０に接地電位Ｖ
Ｇ１を供給する端子ＰＤ４は、端子ＰＤ１および端子ＰＤ６と比較してインタポーザ４０
に接続される端子ＰＤ５に近い位置に配置されている。このように半導体部品２０に電源
電位ＶＤ１を供給する端子ＰＤ４が端子ＰＤ５の近くに配置されている場合、端子ＰＤ４
を経由して端子ＰＤ５に接地電位ＶＧ１を供給する際に接地電位ＶＧ１の供給経路距離が
短くなる。これにより、配線経路Ｌｖｇ２の電位を安定させることができる。
【００６２】
　また、半導体部品３０のコア回路ＳＣＲ１は、上記したように半導体部品２０の外部イ
ンタフェース回路ＳＩＦ１を介して外部と通信するので、半導体部品３０がインタポーザ
４０を介さずに配線基板１０と電気的に接続されているかどうかは限定されない。例えば
、図１に示す例では、半導体部品３０には、外部（図１に示す例では電位供給部ＰＳ１）
から接地電位ＶＧ１が供給可能な端子ＰＤ７および電源電位ＶＤ２が供給可能な端子ＰＤ
８が配置されている。半導体部品３０には、外部から電源電位ＶＤ１が供給可能な配線経
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路Ｌｖｄ２、および外部から電源電位ＶＤ２が供給可能な配線経路Ｌｖｄ２が接続されて
いる。半導体部品３０の端子ＰＤ７は、インタポーザ４０を介さず、かつ、バンプ電極Ｂ
Ｐ７を介して配線基板１０と電気的に接続される。また、半導体部品３０の端子ＰＤ８は
、インタポーザ４０を介さず、かつ、バンプ電極ＢＰ８を介して配線基板１０と電気的に
接続される。電源電位ＶＤ２は、例えば、半導体部品３０のコア回路ＳＣＲ１、あるいは
半導体部品３０の内部インタフェース回路ＳＩＦ２、あるいはこれらの両方を駆動する駆
動電源用の電位である。図１に示すように、インタポーザ４０を介さずに、配線基板１０
から電源電位ＶＤ２を直接的に供給することで、配線経路Ｌｖｄ２のインピーダンスを低
減することができるので、電源電位ＶＤ２を安定化させることができる。
【００６３】
　また例えば、図１に対する変形例として、半導体部品３０と配線基板１０とを直接的に
接続せず、電源電位ＶＤ２や接地電位ＶＧ１がインタポーザ４０を介して供給されていて
も良い。
【００６４】
　また、図１に示す例では、半導体部品は、インタポーザ４０に接続され、かつ、接地電
位ＶＧ１が供給可能な端子ＰＤ９が配置されている。端子ＰＤ９は、半導体部品２０と半
導体部品３０との間で接地電位ＶＧ１を伝送可能な配線経路Ｌｖｇ２の一部を構成する。
半導体部品２０と半導体部品３０との間で接地電位ＶＧ１を伝送可能な配線経路Ｌｖｇ２
は、信号伝送経路Ｌｓｇ２の信号波形に対する参照電位が伝送されるリファレンス経路と
して利用することができる。また、配線経路Ｌｖｇ２は、信号伝送経路Ｌｓｇ２から発生
するノイズ、あるいは信号伝送経路Ｌｓｇ２に対するノイズの伝搬を抑制するシールド導
体として利用することができる。
【００６５】
　＜半導体装置の構造＞
　次に、図１に示す半導体装置ＰＫＧ１の構造例について説明する。図２は図１に示す半
導体装置の上面図、図３は、図２に示す半導体装置の下面図である。また、図４は、図２
のＡ－Ａ線に沿った断面図である。また、図５は、図４に示す半導体部品とインタポーザ
との接続部分の周辺を示す拡大断面図である。図６は、図４に示す複数の半導体部品のう
ち、図５に示す半導体部品とは別の半導体部品とインタポーザとの接続部分の周辺を示す
拡大断面図である。
【００６６】
　図３以降の各平面図および断面図では、見易さのため、端子数を少なくして示している
。しかし、端子の数は図３以降の各図に示す態様の他、種々の変形例がある。例えば、図
３に示す半田ボール１１の数は、図３に示す数より多くても良い。また例えば、図１を用
いて説明したように、半導体部品２０に１５０対の差動対の信号伝送経路Ｌｓｇ１を設け
る場合、信号ＳＧ１を伝送する端子ＰＤ１および半田ボール１１は６００個以上必要にな
る。さらに、４２００本の信号伝送経路Ｌｓｇ２を設ける場合、信号ＳＧ２を伝送する端
子ＰＤ２は４２００個以上必要になる。さらに、上記に加え、接地電位ＶＧ１が供給可能
な端子ＰＤ４や電源電位ＶＤ１が供給可能な端子ＰＤ５をそれぞれ複数個ずつ設けても良
い。また、図４では、配線基板１０およびインタポーザ４０のそれぞれが有する複数の配
線のうちの一部を代表的に示している。
【００６７】
　図２に示すように、本実施の形態の半導体装置ＰＫＧ１が有する半導体部品２０および
半導体部品３０は、それぞれ配線基板１０の上面１０ｔ上に搭載されている。図２に示す
例では、半導体部品２０と半導体部品３０は、それぞれ四角形を成し、平面視において互
いに対向するように、並んで配置されている。また、図２に示す例では、配線基板１０は
平面視において四角形を成す。
【００６８】
　図２や図４に示す例では、半導体部品２０および半導体部品３０は、例えばシリコンな
どの半導体材料から成る半導体基板、半導体基板の主面に形成された複数の半導体素子、
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半導体基板の主面上に積層された配線層、および配線層を介して複数の半導体素子と電気
的に接続されている複数の端子を備える半導体チップである。しかし、半導体部品２０お
よび半導体部品３０は、半導体チップには限定されず、種々の変形例がある。例えば、複
数の半導体チップが積層された半導体チップ積層体、あるいは、半導体チップが配線基板
などの配線材に搭載された半導体パッケージを、図２や図４に示す半導体部品２０、ある
いは半導体部品３０として用いても良い。また、変形例として後述する図１３に示す半導
体装置ＰＫＧ３のように、半導体部品２０および半導体部品３０Ｂに加えて、半導体部品
６０をさらに有していても良い。
【００６９】
　また、平面視において、半導体部品２０と半導体部品３０の間には、インタポーザ４０
が配置されている。詳しくは、半導体部品２０と半導体部品３０の間には、インタポーザ
４０のうちの一部分が配置されており、インタポーザ４０の他の一部分は半導体部品２０
と重なり、インタポーザ４０のさらに他の一部分は半導体部品３０と重なっている。イン
タポーザ４０と半導体部品２０とが重なっている部分において、インタポーザ４０と半導
体部品２０とが電気的に接続され、インタポーザ４０と半導体部品３０とが重なっている
部分において、インタポーザ４０と半導体部品３０とが電気的に接続されている。
【００７０】
　また、図２に示す例では、半導体部品２０の平面積（裏面２０ｂの面積）は、半導体部
品３０の平面積（裏面３０ｂの面積）より小さい。図１を用いて説明したように、半導体
部品３０は、演算処理回路を含むコア回路ＳＣＲ１を備えている。コア回路ＳＣＲ１には
、演算処理回路の他、半導体装置ＰＫＧ１が備える機能を実行するために必要な様々な回
路が含まれる。例えば、受信したデータや送信前のデータを一時的に記憶する記憶回路な
どを有していても良い。あるいは、半導体部品２０の外部インタフェース回路ＳＩＦ１と
は別に、半導体部品２０を介さずに外部との間で信号を伝送する外部インタフェース回路
を有していても良い。また、様々な回路を駆動するための電力を供給する回路を有してい
ても良い。このように、ある装置やシステムの動作に必要な回路が一つの半導体チップに
集約して形成された半導体装置を、ＳｏＣ（System on a Chip）と呼ぶ。半導体部品３０
のコア回路ＳＣＲ１には、複数の回路が含まれているので、回路の専有面積が大きくなる
。このため、図２に示す例では、半導体部品３０の平面積が大きくなっている。
【００７１】
　一方、半導体部品２０には、外部インタフェース回路ＳＩＦ１が形成されており、主に
外部機器ＥＸ１と半導体部品２０との間の信号伝送を中継する中継部品として機能する。
接続される信号伝送経路Ｌｓｇ１の数にもよるが、外部インタフェース回路ＳＩＦ１の専
有面積は、半導体部品３０のコア回路ＳＣＲ１の専有面積より小さい。このため、図２に
示す例では、半導体部品２０の平面積は半導体部品３０の平面積より小さくなっている。
【００７２】
　ただし、半導体部品２０および半導体部品３０の平面積には種々の変形例がある。例え
ば、半導体部品２０にコア回路ＳＣＲ１を形成しても良い。この場合、半導体部品２０の
平面積が大きくなる。また、半導体部品３０に必要な回路の種類が少ない場合、半導体部
品３０の平面積を小さくすることができる。このような場合、半導体部品２０および半導
体部品３０のそれぞれの平面積が同じになる場合もある。あるいは、半導体部品２０の平
面積の方が半導体部品３０の平面積より大きくなる場合もある。
【００７３】
　また、図２に示す例では、インタポーザ４０の平面積は、半導体部品２０の平面積およ
び半導体部品３０の平面積より小さい。上記したように、パラレル通信方式の場合、半導
体部品２０と半導体部品３０とを接続する信号伝送経路Ｌｓｇ２（図１参照）の伝送経路
距離を短くすることが好ましい。図２に示すようにインタポーザ４０の平面積が小さい場
合、半導体部品２０と半導体部品３０とを接続する配線経路の経路距離が短くなる。した
がって、信号伝送距離を短くする観点からは、インタポーザ４０の平面積は、半導体部品
２０の平面積および半導体部品３０の平面積より小さいことが好ましい。
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【００７４】
　ただし、インタポーザ４０の平面積には、インタポーザ４０に形成される信号伝送経路
の数やレイアウトに応じて種々の変形例がある。例えば、配線を引き回すスペースが増大
すれば、インタポーザ４０の平面積が大きくなる場合もある。この場合、インタポーザ４
０の平面積が半導体部品２０や半導体装置３０の平面積よりも大きくなる場合もある。イ
ンタポーザ４０の平面積が半導体部品２０や半導体装置３０の平面積よりも大きい場合で
も、半導体部品２０が、平面視において、インタポーザ４０と重ならない部分を有してい
ることが好ましい。
【００７５】
　また、図４に示すように、半導体部品２０と配線基板１０とは、複数のバンプ電極（導
電性部材）５１を介して電気的に接続されている。複数のバンプ電極５１のそれぞれは、
半導体部品２０と配線基板１０とを電気的に接続する導電性部材であって、半導体部品２
０と配線基板１０の間に配置されている。複数のバンプ電極５１には、図１に示す端子Ｐ
Ｄ１に接続されるバンプ電極ＢＰ１が含まれる。また、複数のバンプ電極５１には、図１
に示す端子ＰＤ４に接続されるバンプ電極ＢＰ４が含まれる。また、複数のバンプ電極５
１には、図１に示す端子ＰＤ６に接続されるバンプ電極ＢＰ６が含まれる。
【００７６】
　また、半導体部品３０と配線基板１０とは、複数のバンプ電極（導電性部材）５２を介
して電気的に接続されている。複数のバンプ電極５２のそれぞれは、半導体部品３０と配
線基板１０とを電気的に接続する導電性部材であって、半導体部品３０と配線基板１０の
間に配置されている。また、複数のバンプ電極５２には、図１に示す端子ＰＤ７に接続さ
れるバンプ電極ＢＰ７が含まれる。また、複数のバンプ電極５３には、図１に示す端子Ｐ
Ｄ８に接続されるバンプ電極ＢＰ８が含まれる。
【００７７】
　本実施の形態では、半導体部品２０は、半導体部品２０の主面２０ｔと配線基板１０の
上面１０ｔとが対向した状態で、所謂フェイスダウン実装方式により配線基板１０上に搭
載されている。また、半導体部品３０は、半導体部品３０の主面３０ｔと配線基板１０の
上面１０ｔとが対向した状態で、所謂フェイスダウン実装方式により配線基板１０上に搭
載されている。また、図４に示すバンプ電極５１およびバンプ電極５２のそれぞれは、例
えば、半田ボール、あるいは柱状に形成された金属部材である。バンプ電極５１やバンプ
電極５２は、半導体部品２０、３０と配線基板１０との間の狭い隙間（例えば１００μｍ
程度）に狭ピッチ（例えば中心間距離が１５０μｍ～２００μｍ程度）で配列することが
できる。
【００７８】
　図４に示す例では、互いに対向するように配置されている半導体部品２０の端子２１と
配線基板１０のボンディングパッド１６とは、バンプ電極５１を介して電気的に接続され
ている。また、互いに対向するように配置されている半導体部品の端子３１と配線基板１
０のボンディングパッド１６とは、バンプ電極５２を介して電気的に接続されている。こ
のように互いに対向した端子間を、バンプ電極を介して電気的に接続する方法をフリップ
チップ接続方式と呼ぶ。
【００７９】
　また、図４に示すように、半導体部品２０とインタポーザ４０、および半導体部品３０
とインタポーザ４０のそれぞれは、複数のバンプ電極（導電性部材）５３を介して電気的
に接続されている。複数のバンプ電極５３のそれぞれは、インタポーザ４０と、半導体部
品２０または半導体部品３０を電気的に接続する導電性部材であって、インタポーザ４０
と半導体部品２０の間、およびインタポーザ４０と半導体部品３０の間に、それぞれ配置
されている。複数のバンプ電極５３には、図１に示す端子ＰＤ２に接続されるバンプ電極
ＢＰ２が含まれる。また、複数のバンプ電極５３には、図１に示す端子ＰＤ３に接続され
るバンプ電極ＢＰ３が含まれる。また、複数のバンプ電極５３には、図１に示す端子ＰＤ
５に接続されるバンプ電極ＢＰ５が含まれる。また、バンプ電極５３は、半田ボール、あ
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るいは柱状に形成された金属部材である。
【００８０】
　本実施の形態では、半導体部品２０とインタポーザ４０、および半導体部品３０とイン
タポーザ４０は、それぞれフリップチップ接続方式により電気的に接続さている。すなわ
ち、図５に示すように、互いに対向するように配置されている半導体部品２０の端子２２
とインタポーザ４０のボンディングパッド（端子、中継基板端子）４１とは、バンプ電極
５３を介して電気的に接続されている。また、図６に示すように、互いに対向するように
配置されている半導体部品の端子３２とインタポーザ４０のボンディングパッド（端子、
中継基板端子）４２とは、バンプ電極５３を介して電気的に接続されている。なお、イン
タポーザ４０が有する複数のボンディングパッド（端子、中継基板端子）のうち、図５に
示すように半導体部品２０と厚さ方向に重なる位置に配置されるものをボンディングパッ
ド４１と呼び、図６に示すように、半導体部品３０と厚さ方向に重なる位置に配置される
ものをボンディングパッド４２と呼ぶ。
【００８１】
　また、図５に示すボンディングパッド４１と図６に示すボンディングパッド４２とは、
インタポーザ４０が有する配線４３を介して互いに電気的に接続されている。つまり、図
４に示す半導体部品２０と半導体部品３０は、インタポーザ４０の配線４３を介して電気
的に接続されている。
【００８２】
　また、本実施の形態では、厚さ方向（すなわち、配線基板１０の上面１０ｔに直交する
Ｚ方向）において、インタポーザ４０は、半導体部品２０と配線基板１０との間に位置す
る部分、および半導体部品３０と配線基板１０との間に位置する部分を有している。また
、図５に示すように、インタポーザ４０の下面４０ｂと配線基板１０の上面１０ｔとの間
には隙間が空いており、隙間には、樹脂体５５が配置されている。このように、半導体部
品２０、３０と配線基板１０との間にインタポーザ４０の一部分が配置されている場合、
バンプ電極５３の高さ（図４に示すＺ方向の長さ）は、バンプ電極５１およびバンプ電極
５２の高さ（図４に示すＺ方向の長さ）より小さい。例えば、バンプ電極５１およびバン
プ電極５２のそれぞれの高さ（厚さ）は、１００μｍ程度である。一方、複数のバンプ電
極５３のそれぞれの高さ（厚さ）は、３０μｍ程度である。
【００８３】
　また、複数のバンプ電極５３のそれぞれは、図１を用いて説明した信号伝送経路Ｌｓｇ
２の一部を構成するので、多数のバンプ電極５３が高密度で配置される。複数のバンプ電
極５３のそれぞれは、例えば中心間距離が１０μｍ～３０μｍ程度のピッチで配列されて
いる。このため、バンプ電極５３の幅、すなわち図５および図６に示すＺ方向に直交する
Ｘ方向における長さは、５μｍ～２０μｍ程度である。このため、バンプ電極５３の体積
は、バンプ電極５１（図５参照）およびバンプ電極５２（図６参照）の体積より小さい。
【００８４】
　また、図４に示すように、複数のバンプ電極５１、複数のバンプ電極５２、および複数
のバンプ電極５３のそれぞれは、樹脂体により封止されている。詳しくは、本実施の形態
では、複数のバンプ電極５１および複数のバンプ電極５２のそれぞれは、樹脂体５５によ
り封止されている。また、複数のバンプ電極５３のそれぞれは、樹脂体５５とは別の樹脂
体５６により封止されている。樹脂体５５および樹脂体５６のそれぞれは、バンプ電極５
１、バンプ電極５２、およびバンプ電極５３より弾性が低い。
【００８５】
　このため、例えば、半導体装置ＰＫＧ１に温度サイクル負荷が印加された場合に、バン
プ電極５１、バンプ電極５２、またはバンプ電極５３の近傍に生じる応力が、樹脂体５５
または樹脂体５６により緩和される。言い換えれば、樹脂体５５および樹脂体５６は、バ
ンプ電極５１、バンプ電極５２、およびバンプ電極５３のいずれかに対して応力集中が生
じることを抑制する応力緩和層として機能する。そして、バンプ電極５１、バンプ電極５
２、およびバンプ電極５３のいずれかに対して応力集中が生じることを抑制することによ
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り、図１を用いて説明した信号伝送経路Ｌｓｇ１や信号伝送経路Ｌｓｇ２の特性劣化、あ
るいは断線を抑制できる。つまり、本実施の形態によれば、信号伝送経路を構成する複数
のバンプ電極のそれぞれを樹脂で封止することにより、信号伝送経路の信頼性を向上させ
ることができる。
【００８６】
　また、本実施の形態では、バンプ電極５１およびバンプ電極５２を封止する樹脂体５５
とは別の樹脂体５６によりバンプ電極５３を封止している。樹脂体５５および樹脂体５６
は、例えば構成成分が互いに相違する。あるいは、樹脂体５５および樹脂体５６は、例え
ば成分の混合割合が互いに相違する。あるいは、樹脂体５５および樹脂体５６は、例えば
形成されたタイミングが異なり、樹脂体５５と樹脂体５６との間に、図５や図６に示すよ
うな境界面５６ｓが形成されている。あるいは、樹脂体５５および樹脂体５６は、上記し
た相違点のうちの複数の相違点を有していても良い。また、本実施の形態に対する変形例
としては、樹脂体５５と５６は同一の樹脂材料であっても良い。
【００８７】
　図４に示すように、バンプ電極５３は、高さや体積がバンプ電極５１およびバンプ電極
５２とは異なる。このため、バンプ電極５３を樹脂封止するための条件と、バンプ電極５
１およびバンプ電極５２を樹脂封止するための条件とが異なっている。このため、本実施
の形態のように、バンプ電極５１およびバンプ電極５２を封止する樹脂体５５とは別の樹
脂体５６によりバンプ電極５３が封止されていれば、樹脂体５５および樹脂体５６の上記
した応力緩和機能を最適化することができる。
【００８８】
　＜各部品の構成＞
　次に、半導体装置ＰＫＧ１を構成する主な部品の詳細な構造について順に説明する。図
７は、図４に示す配線基板が備える複数の配線層のうちの一層の配線レイアウトの例を示
す拡大平面図である。図８は、図２に示す複数の半導体部品のそれぞれの主面側の端子配
列の例を示す平面図である。図８では、半導体部品２０および半導体部品３０とインタポ
ーザ４０との位置関係を示すため、インタポーザ４０の輪郭を二点鎖線で示している。ま
た、図９は、図４～図６に示すインタポーザの上面側の例を示す平面図である。図９では
、図５および図６に示す配線層Ｍ２や配線層Ｍ３に配置されている複数の配線４３を二点
鎖線で示している。
【００８９】
　＜配線基板＞
　図４に示すように、半導体装置ＰＫＧ１の配線基板１０は、上面（面、チップ搭載面）
１０ｔの反対側に位置する下面（面、実装面）１０ｂを備える。図３に示すように、半導
体装置ＰＫＧ１の実装面である配線基板１０の下面１０ｂには、半導体装置ＰＫＧ１の外
部端子である複数の半田ボール（外部端子）１１が、行列状（アレイ状、マトリクス状）
に配置されている。複数の半田ボール１１のそれぞれは、ランド（外部端子）１２（図４
参照）に接続されている。
【００９０】
　半導体装置ＰＫＧ１のように、実装面側に、複数の外部端子（半田ボール１１、ランド
１２）が行列状に配置された半導体装置を、エリアアレイ型の半導体装置と呼ぶ。エリア
アレイ型の半導体装置ＰＫＧ１は、配線基板１０の実装面（下面１０ｂ）側を、外部端子
の配置スペースとして有効活用することができるので、外部端子数が増大しても半導体装
置ＰＫＧ１の実装面積の増大を抑制することが出来る点で好ましい。つまり、高機能化、
高集積化に伴って、外部端子数が増大する半導体装置ＰＫＧ１を省スペースで実装するこ
とができる。
【００９１】
　また、図４に示すように、配線基板１０は、上面１０ｔと下面１０ｂの間に配置された
側面１０ｓを有する。配線基板１０は、半導体装置ＰＫＧ１と実装基板ＭＢ１（図１参照
）との間で、電気信号や電位（電源電位、基準電位、あるいは接地電位）を伝送する複数
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の配線経路を備える基板である。配線基板１０は、上面１０ｔ側と下面１０ｂ側を電気的
に接続する複数の配線層（図４に示す例では８層）を有する。各配線層に設けられた、複
数の配線１３は、複数の配線１３間、および隣り合う配線層間を絶縁する絶縁層１４に覆
われている。
【００９２】
　図４に示す配線基板１０は、積層された複数の配線層を備える、所謂、多層配線基板で
ある。図４に示す例では、配線基板１０は上面１０ｔ側から順に、配線層Ｌ１、Ｌ２、Ｌ
３、Ｌ４、Ｌ５、Ｌ６、Ｌ７、および配線層Ｌ８の合計８層の配線層を備える。複数の配
線層のそれぞれは、配線１３などの導体パターンを有し、隣り合う導体パターンは、絶縁
層１４により覆われている。ただし、配線基板１０が備える配線層の数は、図４に示す例
に限定されず、例えば、８層よりも少なくても良いし、８層よりも多くても良い。
【００９３】
　また、図４に示す例では、配線基板１０は、コア層（コア材、コア絶縁層、絶縁層）１
４ｃを基材として、コア層１４ｃの上面および下面にそれぞれ複数の配線層が積層された
構造になっている。コア層１４ｃは、配線基板１０の基材となる絶縁層であって、例えば
、ガラス繊維などの繊維材にエポキシ樹脂などの樹脂材を含浸させた絶縁材料から成る。
また、コア層１４ｃの上面および下面のそれぞれに積層される絶縁層１４は、例えば熱硬
化性樹脂などの有機絶縁材料から成る。また、コア層１４ｃの上面および下面に積層され
る複数の配線層は、例えばビルドアップ工法により形成される。ただし、図４に対する変
形例として、コア層１４ｃを有していない、所謂、コアレス基板を用いても良い。
【００９４】
　また、配線基板１０は、各配線層の間に設けられ、積層された配線層を厚さ方向に接続
する層間導電路であるビア配線１５ＶＷ、およびコア層１４ｃを厚さ方向に貫通する導電
路であるスルーホール配線１５ＴＷを有する。変形例として上記したようにコアレス基板
を用いる場合には、スルーホール配線１５ＴＷは有していなくても良い。また、配線基板
１０の上面１０ｔには、複数のボンディングパッド（基板端子、半導体部品接続用端子）
１６が形成されている。
【００９５】
　配線基板１０が有する複数の配線層のうち、最上層の配線層（最も上面１０ｔ側の配線
層Ｌ１）に設けられた配線１３は、ボンディングパッド１６と一体に形成されている。言
い換えれば、ボンディングパッド１６は配線１３の一部と考えることができる。また、ボ
ンディングパッド１６と配線１３を区別して考える場合には、配線基板１０の上面１０ｔ
において、絶縁膜１７から露出する部分をボンディングパッド１６、絶縁膜１７に覆われ
る部分を配線１３として定義することができる。
【００９６】
　また、配線基板１０の下面１０ｂには、複数のランド（外部端子、半田ボール接続用パ
ッド）１２が形成されている。複数のランド１２のそれぞれには、半田ボール１１が接続
されており、図１に示す実装基板ＭＢ１と半導体装置ＰＫＧ１とは、図４に示す半田ボー
ル１１を介して電気的に接続される。すなわち、複数の半田ボール１１は、半導体装置Ｐ
ＫＧ１の外部接続端子として機能する。
【００９７】
　これら複数の半田ボール１１および複数のランド１２は、配線基板１０の複数の配線１
３を介して、上面１０ｔ側の複数のボンディングパッド１６と電気的に接続されている。
なお、配線基板１０が有する複数の配線層のうち、最下層の配線層（最も下面１０ｂ側の
配線層）に設けられた配線１３は、ランド１２と一体に形成されている。言い換えれば、
ランド１２は配線１３の一部と考えることができる。また、ランド１２と配線１３を区別
して考える場合には、配線基板１０の下面１０ｂにおいて、絶縁膜１７から露出する部分
をランド１２、絶縁膜１７に覆われる部分を配線１３として定義することができる。
【００９８】
　また、図４に対する変形例として、ランド１２自身を外部接続端子として機能させる場
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合もある。この場合、ランド１２に半田ボール１１は接続されず、複数のランド１２のそ
れぞれは、配線基板１０の下面１０ｂにおいて、絶縁膜１７から露出する。また、図４に
対する別の変形例として、ボール形状の半田ボール１１に代えて、薄い半田膜を接続し、
この半田膜を外部接続端子として機能させる場合もある。あるいは、露出面に例えばメッ
キ法により形成された金（Ａｕ）膜を形成し、この金膜を外部接続端子とする場合もある
。さらに、外部接続端子をピン状（棒状）に形成する場合もある。
【００９９】
　また、配線基板１０の上面１０ｔおよび下面１０ｂは、絶縁膜（ソルダレジスト膜）１
７により覆われている。配線基板１０の上面１０ｔに形成された配線１３は絶縁膜１７に
覆われている。絶縁膜１７には開口部が形成され、この開口部において、複数のボンディ
ングパッド１６の少なくとも一部（ボンディング領域）が絶縁膜１７から露出している。
また、配線基板１０の下面１０ｂに形成された配線１３は絶縁膜１７に覆われている。絶
縁膜１７には開口部が形成され、この開口部において、複数のランド１２の少なくとも一
部（半田ボール１１との接合部）が絶縁膜１７から露出している。
【０１００】
　また、本実施の形態では、図１に示す信号伝送経路Ｌｓｇ１には、差動信号が伝送され
る。差動信号は、対を成す二本の配線経路に、互いに反対の位相の信号が伝送される。図
７に示すように、信号伝送経路Ｌｓｇ１は、差動対を成す差動信号伝送経路ＤＳｐおよび
差動信号伝送経路ＤＳｎにより構成される。差動対を構成する差動信号伝送経路ＤＳｐお
よび差動信号伝送経路ＤＳｎは、できる限り等間隔であることが好ましい。このため、差
動信号伝送経路ＤＳｐおよび差動信号伝送経路ＤＳｎのそれぞれを構成する配線１３は、
互いに沿うように延びている。また、差動対を構成する差動信号伝送経路ＤＳｐおよび差
動信号伝送経路ＤＳｎの配線経路距離は等長化することが好ましい。このため、差動信号
伝送経路ＤＳｐおよび差動信号伝送経路ＤＳｎのそれぞれを構成するビア配線１５ＶＷお
よび配線１３のそれぞれは、差動信号伝送経路ＤＳｐと差動信号伝送経路ＤＳｎの経路距
離が等距離になるようにレイアウトされている。
【０１０１】
　また、図７に示す例では、信号伝送経路Ｌｓｇ１を構成する導体パターン（配線１３お
よびビア配線１５ＶＷ）の周囲は、平面視において、接地電位ＶＧ１が供給可能な配線経
路Ｌｖｇ１に囲まれている。配線経路Ｌｖｇ１は配線１３よりも面積が大きい、導体パタ
ーンである、導体プレーン１３Ｐにより構成されている。このように、信号伝送経路Ｌｓ
ｇ１の周囲に接地電位が供給される配線経路Ｌｖｇ１の一部である導体プレーン１３Ｐは
、信号伝送経路Ｌｓｇ１から発生するノイズ、あるいは信号伝送経路Ｌｓｇ１に対するノ
イズの伝搬を抑制するシールド導体として利用することができる。また、信号伝送経路Ｌ
ｓｇ１の配線経路に沿って、信号伝送経路Ｌｓｇ１の周囲に接地電位が供給される配線経
路Ｌｖｇ１が設けられている。このため、信号伝送経路Ｌｓｇ１の周囲に接地電位が供給
される配線経路Ｌｖｇ１の一部である導体プレーン１３Ｐは、信号伝送経路Ｌｓｇ１の信
号波形に対する参照電位が伝送されるリファレンス経路として利用することができる。
【０１０２】
　＜半導体部品＞
　図５に示すように、半導体部品２０は、主面２３ｔを有する半導体基板（基材）２３と
、主面２３ｔと主面２０ｔとの間に配置された配線層２４とを有する。また、図６に示す
ように、半導体部品３０は、主面３３ｔを有する半導体基板（基材）３３と、主面３３ｔ
と主面３０ｔとの間に配置された配線層３４とを有する。なお、図５および図６では、見
易さのため、一層の配線層２４、３４を示しているが、配線層２４、３４には、インタポ
ーザ４０の配線層Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３と同程度以下の厚さを備える複数の配線層が積層され
ている。また、見易さのために図示は省略するが、複数の配線層２４、３４のそれぞれに
は、複数の配線が形成されている。また、複数の配線は、複数の配線間、および隣り合う
配線層間を絶縁する絶縁層に覆われている。絶縁層は、例えば、酸化珪素（ＳｉＯ）など
の半導体材料の酸化物から成る、無機絶縁層である。
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【０１０３】
　また、複数の半導体部品２０、３０のそれぞれが備える半導体基板２３、３３の主面２
３ｔ、３３ｔには、例えばトランジスタ素子、あるいはダイオード素子などの、複数の半
導体素子が形成されている。図５に示す半導体部品２０では、複数の半導体素子は、配線
層２４の複数の配線を介して主面２０ｔ側に形成された複数の端子２１および複数の端子
２２と電気的に接続されている。また、図６に示す半導体部品３０では、複数の半導体素
子は、配線層３４の複数の配線を介して主面３０ｔ側に形成された複数の端子３１および
複数の端子３２と電気的に接続されている。
【０１０４】
　また、図５に示す半導体部品２０の配線層２４上には、複数の端子（電極、部品電極、
パッド）２１および複数の端子（電極、部品電極、パッド）２２が形成されている。複数
の端子２１のそれぞれは、バンプ電極５１を介して配線基板１０のボンディングパッド１
６と電気的に接続される端子である。また複数の端子２２のそれぞれはバンプ電極５３を
介してインタポーザ４０のボンディングパッド４１と電気的に接続される端子である。複
数の端子２１および複数の端子２２のそれぞれの一部分は、半導体部品２０の主面２０ｔ
において、保護絶縁膜であるパッシベーション膜２５から露出している。バンプ電極５１
は、端子２１のうち、パッシベーション膜２５から露出する部分に接合されている。
【０１０５】
　また、図６に示す半導体部品３０の配線層３４上には、複数の端子（電極、部品電極、
パッド）３１および複数の端子（電極、部品電極、パッド）３２が形成されている。複数
の端子３１のそれぞれは、バンプ電極５２を介して配線基板１０のボンディングパッド１
６と電気的に接続される端子である。また複数の端子３２のそれぞれはバンプ電極５３を
介してインタポーザ４０のボンディングパッド４２と電気的に接続される端子である。複
数の端子３１および複数の端子３２のそれぞれの一部分は、半導体部品３０の主面３０ｔ
において、保護絶縁膜であるパッシベーション膜３５から露出している。バンプ電極５２
は、端子３１のうち、パッシベーション膜３５から露出する部分に接合されている。
【０１０６】
　図８に示すように、複数の端子２２のそれぞれは、複数の端子２１より、半導体部品３
０の端子３２に近い位置に配置されている。また、複数の端子３２のそれぞれは、複数の
端子３１より、半導体部品２０の端子２２に近い位置に配置されている。インタポーザ４
０を介して電気的に接続される端子２２と端子３２の離間距離を小さくすることで、イン
タポーザ４０内での伝送経路距離を低減できる。
【０１０７】
　図８に示す例では、半導体部品２０が有する複数の端子２１には、図１を用いて説明し
た端子ＰＤ１、端子ＰＤ４、および端子ＰＤ６がそれぞれ複数個ずつ含まれる。また、半
導体部品２０が有する複数の端子２２には、図１を用いて説明した端子ＰＤ２および端子
ＰＤ５がそれぞれ複数個ずつ含まれる。また、半導体部品３０が有する複数の端子３１に
は、図１を用いて説明した端子ＰＤ７、および端子ＰＤ８がそれぞれ複数個ずつ含まれる
。また、半導体部品３０が有する複数の端子３２には、図１を用いて説明した複数の端子
ＰＤ２が含まれる。
【０１０８】
　端子ＰＤ１は、外部（図１に示す外部機器ＥＸ１）との間で信号を伝送する端子である
。複数の端子ＰＤ１は、図８に示すように、半導体部品２０の主面２０ｔにおいて、半導
体部品３０、あるいはインタポーザ４０までの距離が、他の端子と比較して相対的に遠く
なる位置に配置されている。言い換えれば、半導体部品２０の主面２０ｔは、半導体部品
３０と対向する辺２０ｓ１および辺２０ｓ１の反対側の辺２０ｓ２を有し、複数の端子Ｐ
Ｄ１のそれぞれは、辺２０ｓ１より辺２０ｓ２の近くに配置されている。これにより、図
１を用いて説明した通り、複数の端子ＰＤ１のそれぞれに接続される信号伝送経路Ｌｓｇ
１を配置するスペースが確保されるので、信号伝送経路Ｌｓｇ１の配線レイアウトが容易
になる。
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【０１０９】
　また、端子ＰＤ２は、半導体部品３０との間で信号を伝送する端子である。複数の端子
ＰＤ２は、図８に示すように、半導体部品２０の主面２０ｔにおいて、半導体部品３０ま
での距離が、他の端子と比較して相対的に近くなる位置に配置されている。言い換えれば
、複数の端子ＰＤ１のそれぞれは、半導体部品２０の主面２０ｔの辺２０ｓ２より辺２０
ｓ１の近くに配置されている。図８に示す例では、平面視において、複数の端子ＰＤ２の
それぞれは、半導体部品２０の複数の端子ＰＤ１と、半導体部品３０の複数の端子ＰＤ３
との間に配置されている。これにより、図１を用いて説明した通り、複数の端子ＰＤ２の
それぞれに接続される信号伝送経路Ｌｓｇ２の伝送距離を短くすることができる。そして
、パラレル通信方式で信号が伝送される信号伝送経路Ｌｓｇ２の伝送距離を短くすること
で、スキューによる同期の問題、伝送損失増加の問題、あるいはクロストークノイズの問
題などを抑制できる。
【０１１０】
　また、図８に示す例では、平面視において、半導体部品２０の複数の端子ＰＤ２のそれ
ぞれは、半導体部品２０の複数の端子ＰＤ１より半導体部品２０の複数の端子ＰＤ３に近
い位置に配置されている。半導体部品２０の端子ＰＤ２と半導体部品３０の端子ＰＤ３と
の離間距離が小さくなる程、図１に示す信号伝送経路Ｌｓｇ２の伝送距離を短くすること
ができる。そして、信号伝送経路Ｌｓｇ２の伝送距離を短くすることで、スキューによる
同期の問題、伝送損失増加の問題、あるいはクロストークノイズの問題などを抑制できる
。
【０１１１】
　また端子ＰＤ４および端子ＰＤ５のそれぞれは、接地電位ＶＧ１が供給可能な端子であ
る。図８に示す例では、平面視において、複数の端子ＰＤ４のそれぞれは、複数の端子Ｐ
Ｄ１と複数の端子ＰＤ５の間に配置されている。図１を用いて説明したように、半導体部
品２０に接地電位ＶＧ１を供給する端子ＰＤ４が端子ＰＤ５の近くに配置されている場合
、端子ＰＤ４を経由して端子ＰＤ５に接地電位ＶＧ１を供給する際に接地電位ＶＧ１の供
給経路距離が短くなる。これにより、配線経路Ｌｖｇ２の電位を安定させることができる
。
【０１１２】
　ただし、図１を用いて説明したように、配線経路Ｌｖｇ１が、信号伝送経路Ｌｓｇ１の
信号波形に対する参照電位が伝送されるリファレンス経路として利用される場合、信号伝
送経路Ｌｓｇ１と、リファレンス経路としての配線経路Ｌｖｇ１との離間距離が一定であ
ることが好ましい。したがって、複数の端子ＰＤ４のうちの一部が複数の端子ＰＤ２の近
傍に設けられていても良い。例えば、半導体部品２０の主面２０ｔに複数の端子ＰＤ１が
設けられている場合、複数の端子ＰＤ１の間に複数の端子ＰＤ４のうちの一部が設けられ
ていても良い。
【０１１３】
　また、図８に示す例では、半導体部品２０の主面２０ｔにおいて、辺２０ｓ２側からＸ
方向に沿って、順に、複数の端子ＰＤ５および複数の端子ＰＤ２が配置されている。この
場合、複数の端子ＰＤ２を辺２０ｓ１に近づけて配置できるので、図１に示す信号伝送経
路Ｌｓｇ２の伝送距離を短くできる。
【０１１４】
　ただし、図１に示す配線経路Ｌｖｇ２が、信号伝送経路Ｌｓｇ２の信号波形に対する参
照電位が伝送されるリファレンス経路として利用される場合、信号伝送経路Ｌｓｇ２と、
リファレンス経路としての配線経路Ｌｖｇ２との離間距離が一定であることが好ましい。
したがって、複数の端子ＰＤ５のうちの一部が複数の端子ＰＤ２の近傍に設けられていて
も良い。例えば、半導体部品２０の主面２０ｔに複数の端子ＰＤ２が設けられている場合
、複数の端子ＰＤ２の間に複数の端子ＰＤ５のうちの一部が設けられていても良い。
【０１１５】
　また、端子ＰＤ６は、電源電位ＶＤ１が供給可能な端子である。図８に示す例では、平
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面視において、半導体部品２０の複数の端子ＰＤ６は、複数の端子ＰＤ１と複数の端子Ｐ
Ｄ２の間に配置されている。このように、複数の端子ＰＤ６が複数の端子ＰＤ１と複数の
端子ＰＤ２の間に配置されている場合、主面２０ｔの辺２０ｓ２側には端子ＰＤ１を優先
的に配置でき、主面２０ｔの辺２０ｓ１側には端子ＰＤ２を優先的に配置できる。
【０１１６】
　また、図８に示す例では、平面視において、半導体部品２０の複数の端子ＰＤ６は、複
数の端子ＰＤ１と複数の端子ＰＤ４の間に配置されている。図１を用いて説明したように
半導体部品２０に電源電位ＶＤ１を供給する端子ＰＤ４が端子ＰＤ５の近くに配置されて
いる場合、端子ＰＤ４を経由して端子ＰＤ５に接地電位ＶＧ１を供給する際に接地電位Ｖ
Ｇ１の供給経路距離が短くなる。これにより、配線経路Ｌｖｇ２の電位を安定させること
ができる。
【０１１７】
　なお、図８では、端子２１、端子２２、端子３１、および端子３２のそれぞれの配列に
ついて例示的に示している。図４に示すように、バンプ電極５１は端子２１と対向する位
置に接続される。また、バンプ電極５２は端子３１と対向する位置に接続される。また、
バンプ電極５３は、端子２２（図５参照）または端子３２（図６参照）と対向する位置に
接続される。したがって、図８に示す端子２１、端子２２、端子３１、および端子３２の
レイアウトは、図４に示すバンプ電極５１、バンプ電極５２、およびバンプ電極５３の平
面視におけるレイアウトと見做すことができる。
【０１１８】
　＜インタポーザ＞
　図４に示すように、インタポーザ４０は、半導体部品２０に接続される複数のボンディ
ングパッド４１（図５参照）および半導体部品３０に接続される複数のボンディングパッ
ド４２（図６参照）が配置された上面（面、中継端子配置面）４０ｔ、上面４０ｔとは反
対側の下面（面、裏面）４０ｂ、および上面４０ｔと下面４０ｂの間に配置された側面４
０ｓ（図５および図６参照）を有する。また、インタポーザ４０は、図２および図８に示
すように平面視において四角形の外形形状を成す。
【０１１９】
　図５および図６に示すように、インタポーザ４０は、主面４４ｔを有する半導体基板（
基材）４４と、主面４４ｔと上面４０ｔとの間に配置された複数の配線層とを有する。図
５および図６に示す例では、インタポーザ４０は上面４０ｔ側から順に、配線層Ｍ１、Ｍ
２、および配線層Ｍ３の合計３層の配線層を備える。ただし、インタポーザ４０が備える
配線層の数は、図５に示す例に限定されず、例えば、３層よりも少なくても良いし、３層
より多くても良い。
【０１２０】
　複数の配線層のそれぞれは、配線４３などの複数の導体パターンを有し、導体パターン
のそれぞれは、複数の配線間、および隣り合う配線層間を絶縁する絶縁層４５により覆わ
れている。絶縁層４５は、例えば、酸化珪素（ＳｉＯ）などの半導体材料の酸化物から成
る、無機絶縁層である。また、複数の配線層のうち、最上層（上面４０ｔに最も近い層）
に設けられた配線層Ｍ１には、複数のボンディングパッド４１（図５参照）および複数の
ボンディングパッド４２（図６参照）が配置されている。配線層Ｍ１は、絶縁層４５上に
設けられ、保護絶縁膜であるパッシベーション膜４６に覆われている。
【０１２１】
　図９に示すように、複数のボンディングパッド４１および複数のボンディングパッド４
２のそれぞれの一部分は、パッシベーション膜４６に形成された開口部においてパッシベ
ーション膜４６から露出している。図５および図６に示すバンプ電極５２は、ボンディン
グパッド４１（図５参照）およびボンディングパッド４２（図６参照）のそれぞれにおい
て、パッシベーション膜４６から露出する部分に接合されている。
【０１２２】
　また、複数のボンディングパッド４１と複数のボンディングパッド４２とは、複数の配
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線４３を介してそれぞれ電気的に接続されている。複数のボンディングパッド４１、複数
のボンディングパッド４２およびこれらを電気的に接続する複数の配線４３により構成さ
れる、複数の配線経路には、図１を用いて説明した複数の信号伝送経路Ｌｓｇ２が含まれ
る。また、複数のボンディングパッド４１、複数のボンディングパッド４２およびこれら
を電気的に接続する複数の配線４３により構成される、複数の配線経路には、図１を用い
て説明した配線経路Ｌｖｇ２が含まれる。
【０１２３】
　本実施の形態のように、半導体基板４４の主面４４ｔ上に設けた配線層に複数の導体パ
ターンを形成する技術は、半導体ウエハに集積回路を形成する技術を利用できるので、複
数の配線４３の配線幅や配置間隔を容易に小さくすることができる。また、半導体ウエハ
を利用してインタポーザ４０を形成すれば、多数のインタポーザ４０を一括して製造でき
るので、製造効率が良い。
【０１２４】
　＜バンプ電極＞
　図１０は、図５および図６に示す半導体部品とインタポーザとを電気的に接続するバン
プ電極の拡大断面図である。また、図１１は、図５および図６に示す半導体部品と配線基
板とを電気的に接続するバンプ電極の拡大断面図である。
【０１２５】
　本実施の形態の例では、図４に示すバンプ電極５１、バンプ電極５２、およびバンプ電
極５３のうち、半導体部品２０または半導体部品３０と、インタポーザ４０とを電気的に
接続するバンプ電極５３は、例えば、図１０に示すように、導体柱５３Ａと、半田層５３
Ｂとを有している。導体柱５３Ａは、例えば銅（Ｃｕ）やニッケル（Ｎｉ）などの金属材
料を主成分とするバンプ電極５３の一部分であって、ピラーバンプと呼ばれる。導体柱５
３Ａの幅（主面２０ｔまたは主面３０ｔの延在方向に沿った平面方向（図１０ではＸ方向
）における長さ）は、導体柱５３Ａの高さ（平面方向に直交する厚さ方向（図１０ではＺ
方向）の長さ）より小さい。導体柱５３Ａは、例えば図示しないマスクに形成された開口
部内に導体を成膜、めっき、あるいは印刷等の方法により形成される。このため、例えば
、半導体ウエハに集積回路を形成する際に利用するフォトリソグラフィ技術を利用すれば
、狭い配置間隔で多数の導体柱５３Ａを形成できる。
【０１２６】
　また、半田層５３Ｂは、導体柱５３Ａと接続対象の端子（図１０では、端子２２または
端子２３）とを電気的に接続する導電性の接続部材であって、導体柱５３Ａの上面５３ｔ
および下面５３ｂのうち、少なくとも一方に接続されている。図１０に示す例では、半田
層５３Ｂは、導体柱５３Ａの上面５３ｔに接合され、導体柱５３Ａの下面５３ｂは、ボン
ディングパッド４１（またはボンディングパッド４２）に接合されている。インタポーザ
４０にバンプ電極５３を形成した後、インタポーザ４０に形成されたバンプ電極５３と半
導体部品２０（または半導体部品３０）とを接続すると、図１０に示す形状になる。
【０１２７】
　また、バンプ電極５３の構造には、種々の変形例が適用可能である。例えば、半田層５
３Ｂが、導体柱５３Ａの下面５３ｂに接合され、導体柱５３Ａの上面５３ｔが、端子２２
（または端子３２）に接合されていても良い。また、例えば、図１１に示すバンプ電極５
１、５２のように、バンプ電極５３が半田材料により形成されていても良い。
【０１２８】
　また、本実施の形態の例では、図４に示すバンプ電極５１、バンプ電極５２、およびバ
ンプ電極５３のうち、半導体部品２０または半導体部品３０と、配線基板１０とを電気的
に接続するバンプ電極５１およびバンプ電極５２は、例えば、図１１に示すように、ボー
ル状に形成された半田材料から成る。半田材料から成るバンプ電極５１およびバンプ電極
５２は、半田ボールと呼ばれる。
【０１２９】
　半田ボールで形成されたバンプ電極５１およびバンプ電極５２は、導体柱５３Ａと比較
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して、加熱した時に変形し易い特性を備えている。このため、複数の端子２１と複数のボ
ンディングパッド１６との離間距離にバラつきがあっても、半田ボールが変形することで
、複数の端子２１と複数のボンディングパッド１６のそれぞれを接続させることができる
。言い換えれば、半田ボールから成るバンプ電極は、導体柱からなるバンプ電極と比較し
て、複数の端子間距離にバラつきに対する許容マージンが大きい。本実施の形態では、図
５および図６に示すように、厚さ方向において、半導体部品２０と配線基板１０の間、お
よび半導体部品３０と配線基板１０の間、のそれぞれに、インタポーザ４０の一部分が配
置されている。このため、図１１に示す端子２１とボンディングパッド１６の離間距離、
あるいは端子３１とボンディングパッド１６の離間距離は、インタポーザ４０の厚さより
は大きく。そして、端子間の離間距離が大きくなると、複数の端子間距離にバラつきが生
じやすいので、半田ボールから成るバンプ電極５１およびバンプ電極５２を介して、半導
体部品２０または半導体部品３０と、配線基板１０とを電気的に接続する方法が有効であ
る。
【０１３０】
　ただし、バンプ電極５１およびバンプ電極５２の構造には、種々の変形例が適用可能で
ある。例えば、図１０に示すバンプ電極５３と同様に、導体柱５３Ａと半田層５３Ｂとを
備えた構造にしても良い。この場合、半田ボールを利用する場合と比較して、多数のバン
プ電極５１、５２を小さい配置間隔で配列できる。このため、バンプ電極５１およびバン
プ電極５２の数を増やしても、半導体装置ＰＫＧ１（図４参照）の大型化を抑制できる。
【０１３１】
　＜変形例＞
　本実施の形態では、実施の形態の説明中にも複数の変形例について説明したが、以下で
は、上記以外の変形例について説明する。
【０１３２】
　＜変形例１＞
　図１２は、図１に対する変形例である半導体装置の構成例を模式的に示す説明図である
。図１２に示す半導体装置ＰＫＧ２は、図１に示す半導体部品３０に対する変形例である
半導体部品３０Ａが、コア回路ＳＣＲ１に加えて、外部インタフェース回路ＳＩＦ３を有
している点で、図１に示す半導体装置ＰＫＧ１と相違する。
【０１３３】
　図１では、半導体部品３０のコア回路ＳＣＲ１に含まれる演算処理回路が、半導体部品
２０の外部インタフェース回路ＳＩＦ１を介して外部と通信する例について説明した。し
かし、図１２に示す半導体装置ＰＫＧ２のように、半導体部品３０Ａが外部インタフェー
ス回路ＳＩＦ３を備えていても良い。例えば、コア回路ＳＣＲ１には演算処理回路を含む
複数の回路が含まれているので、複数の演算処理回路を備えていても良い。この場合、図
１２に示すように、複数のコア回路ＳＣＲ１が備える複数の演算処理回路のうちの一部は
、半導体部品３０Ａの主面３０ｔに配置された端子ＰＤ９を介して、外部（図１に示す例
では外部機器ＥＸ２）との間で信号ＳＧ３を伝送しても良い。
【０１３４】
　信号伝送経路Ｌｓｇ３を利用して外部機器ＥＸ２と外部インタフェース回路ＳＩＦ３と
の間で信号ＳＧ３を伝送する方式は、信号伝送経路Ｌｓｇ１と同様に、シリアル通信方式
が好ましい。この場合、信号ＳＧ３は信号ＳＧ２より高い周波数（高い伝送速度）で伝送
される。したがって、また、半導体部品３０Ａの端子ＰＤ９は、インタポーザ４０を介さ
ず、かつ、バンプ電極ＢＰ９を介して配線基板１０と電気的に接続される。ことが好まし
い。これにより、高速伝送経路である信号伝送経路Ｌｓｇ３での信号損失を低減できる。
【０１３５】
　また、信号伝送経路Ｌｓｇ３の数が増加すると、外部インタフェース回路ＳＩＦ３の専
有面積が増加することになり、半導体部品３０の面積が増大する。したがって、半導体装
置ＰＫＧ２に複数の信号伝送経路Ｌｓｇ１と複数の信号伝送経路Ｌｓｇ３とが接続されて
いる場合、信号伝送経路Ｌｓｇ３の数は信号伝送経路Ｌｓｇ１の数より少ないことが好ま
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しい。言い換えれば、半導体部品２０の主面２０ｔに複数の端子ＰＤ１が配置され、半導
体部品３０Ａの主面３０ｔに複数の端子ＰＤ９が配置されている場合、端子ＰＤ９の数は
端子ＰＤ１の数より少ないことが好ましい。これにより、半導体装置ＰＫＧ２の大型化を
抑制できる。
【０１３６】
　図１２に示す半導体装置ＰＫＧ２は、上記した相違点以外は図１～図１１を用いて説明
した半導体装置ＰＫＧ１と同様である。また、図１２に示す半導体部品３０Ａは、上記し
た相違点を除き、図１～図１１を用いて説明した半導体部品３０と同様である。このため
、上記相違点以外は、上記半導体部品３０を半導体部品３０Ａに置き換えて適用可能であ
り、上記半導体装置ＰＫＧ１を半導体装置ＰＫＧ２に置き換えて適用可能なので、重複す
る説明は省略する。
【０１３７】
　＜変形例２＞
　また、図１では、配線基板１０に搭載される半導体部品の数が２個の場合の実施態様に
ついて説明したが、配線基板１０上に搭載される半導体部品の数は、３個以上でも良い。
例えば、図１３に示す半導体装置ＰＫＧ３は、配線基板１０の上面１０ｔ上には、半導体
部品２０、半導体部品３０Ｂおよび半導体部品６０が搭載されている。図１３は、図１に
対する他の変形例である半導体装置の構成例を模式的に示す説明図である。また、図１４
は、図１３に示すメモリパッケージに接続されたインタポーザの周辺を拡大して示す説明
図である。
【０１３８】
　図１３に示す例では、半導体部品６０は、メモリ回路（主記憶回路）を備えるメモリパ
ッケージであり、半導体部品３０Ｂは、上記メモリ回路を制御する制御回路を備えている
。制御回路は、例えば図１３に示すコア回路ＳＣＲ１に含まれている。
【０１３９】
　また、本実施の形態の例では、半導体部品６０および半導体部品３０Ｂのそれぞれは、
インタポーザ４０と同様の配線部材であるインタポーザ４０Ａを介して電気的に接続され
ている。言い換えれば、半導体装置ＰＫＧ３は、半導体部品３０Ｂと半導体部品６０との
間で信号を伝送することによって動作するシステムを備えている。
【０１４０】
　半導体部品６０は、半導体部品３０Ｂとの間で通信するデータを記憶するメモリ回路（
主記憶回路、記憶回路）ＳＭＥ１を備えている。また、半導体部品３０Ｂには、半導体部
品６０の主記憶回路の動作を制御する制御回路を備えている。また、半導体部品３０Ｂは
、入力されたデータ信号に対して演算処理を行う、演算処理回路を備えている。図１３で
は、一例として演算処理回路や制御回路などの主要な回路を、コア回路ＳＣＲ１として示
している。ただし、コア回路ＳＣＲ１に含まれる回路は、上記以外の回路が含まれていて
も良い。例えば、半導体部品３０Ｂには、例えば一次的にデータを記憶するキャッシュメ
モリなど、半導体部品６０の主記憶回路よりも記憶容量が小さい補助記憶回路（記憶回路
）が形成されていても良い。
【０１４１】
　また、半導体部品３０Ｂは、半導体部品２０との間で信号ＳＧ２を伝送する内部インタ
フェース回路ＳＩＦ２の他、半導体部品６０との間で信号ＳＧ４を伝送する内部インタフ
ェース回路ＳＩＦ４を備えている。また半導体部品６０は、メモリ回路ＳＭＥ１の他、半
導体部品３０Ｂとの間で信号ＳＧ４を伝送する内部インタフェース回路ＳＩＦ４を備えて
いる。半導体部品３０Ｂの制御回路は、内部インタフェース回路ＳＩＦ４、および内部イ
ンタフェース回路ＳＩＦ４に接続されるインタポーザ４０Ａ（詳しくはインタポーザ４０
Ａが備える複数の信号伝送経路Ｌｓｇ４）を介して、半導体部品６０との間で信号を伝送
することができる。
【０１４２】
　図１３に示すメモリ回路ＳＭＥ１を半導体部品３０Ｂのコア回路ＳＣＲ１に形成するこ
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ともできるが、メモリ回路ＳＭＥ１を半導体部品３０Ｂとは別の半導体部品６０に形成す
れば、以下の点で好ましい。すなわち、メモリ回路ＳＭＥ１は記憶容量に比例して専有面
積が大きくなる。このため、半導体部品３０Ｂにメモリ回路ＳＭＥ１を形成する場合、必
要な記憶容量に応じて半導体部品３０Ｂの平面積（主面３０ｔの面積）が大きく変化する
。一方、半導体装置ＰＫＧ３のように、半導体部品６０にメモリ回路ＳＭＥ１が形成され
た構成の場合、半導体部品３０Ｂの平面積は、システムに必要な記憶容量によらず、ほぼ
一定にすることができる。また、メモリ回路ＳＭＥ１が形成された半導体部品６０は、メ
モリ回路ＳＭＥ１、内部インタフェース回路ＳＩＦ４、電源回路の他には、例えば演算処
理回路のような複雑な回路を有していない。この場合、メモリ回路ＳＭＥ１のレイアウト
の自由度が高いので、記憶容量に比例した半導体部品６０の平面積（主面６０ｔの面積）
の増大を抑制できる。例えば、図２７に示す半導体部品６１のように、メモリ回路ＳＭＥ
１をそれぞれ有するメモリチップＭＣが複数枚積層された構造の場合、半導体部品６１の
平面積の増大を抑制しつつ、かつ、記憶容量を大きくできる。図２７は、図１４に示すメ
モリパッケージに対する変形例を示す説明図である。
【０１４３】
　信号伝送経路Ｌｓｇ４は、信号伝送経路Ｌｓｇ２と同様に、例えばパラレル通信方式に
より信号ＳＧ４を伝送する配線経路である。このため、インタポーザ４０Ａはインタポー
ザ４０と同様の構造にすることができる。図１３および図１４に示す例では、半導体部品
３０Ｂの主面３０ｔには、半導体部品２０（図１３参照）との間で信号ＳＧ２（図１３参
照）を伝送する端子ＰＤ３（図１３参照）の他、半導体部品６０との間で信号ＳＧ４を伝
送する端子ＰＤ１０（図１４参照）が配置されている。また、図１４に示すように、半導
体部品６０は、半導体部品３０Ｂとの間で信号ＳＧ４を伝送する端子ＰＤ１１が配置され
た主面６０ｔを有している。
【０１４４】
　また、半導体部品６０に接続される配線経路は、信号伝送経路Ｌｓｇ４以外の伝送経路
が接続されていても良い。例えば、図１４に示す例では、半導体部品６０の主面６０ｔに
は、接地電位ＶＧ１が供給可能な端子ＰＤ１２および端子ＰＤ１３が配置されている。半
導体部品６０には、外部（図１４に示す例では電位供給部ＰＳ１）から接地電位ＶＧ１が
供給可能な配線経路Ｌｖｇ４、および半導体部品６０と半導体部品３０Ｂとの間で接地電
位ＶＧ１を伝送可能な配線経路Ｌｖｇ５が接続されている。図１４に示す例では、電位供
給部ＰＳ１から端子ＰＤ１２を介してメモリ回路ＳＭＥ１および内部インタフェース回路
ＳＩＦ４に接地電位ＶＧ１が供給可能である。また、端子ＰＤ１３は内部インタフェース
回路ＳＩＦ４に接続されており、接地電位ＶＧ１は、内部インタフェース回路ＳＩＦ４を
介して端子ＰＤ１３に供給される。
【０１４５】
　接地電位ＶＧ１が供給可能な配線経路Ｌｖｇ５は、信号伝送経路Ｌｓｇ４の信号波形に
対する参照電位が伝送されるリファレンス経路として利用することができる。また、信号
伝送経路Ｌｓｇ４の周囲に接地電位が供給される配線経路Ｌｖｇ５が配置されている場合
、信号伝送経路Ｌｓｇ４から発生するノイズ、あるいは信号伝送経路Ｌｓｇ４に対するノ
イズの伝搬を抑制するシールド導体として利用することができる。
【０１４６】
　また、半導体部品６０の端子ＰＤ１２は、インタポーザ４０Ａを介さず、かつ、バンプ
電極ＢＰ１２を介して配線基板１０と電気的に接続される。また、半導体部品６０の端子
ＰＤ１３は、バンプ電極ＢＰ１３を介してインタポーザ４０Ａと電気的に接続されている
。図１４に示す例では、インタポーザ４０Ａの配線経路Ｌｖｇ５は、半導体部品３０Ｂお
よび半導体部品６０を介して配線基板１０と接続されており、配線基板１０とは直接的に
は接続されていない。この場合、インタポーザ４０Ａの下面４０ｂ側に端子を設けなくて
も良い。
【０１４７】
　ただし、インタポーザ４０Ａの配線経路Ｌｖｇ５に接地電位ＶＧ１を供給する方法の変
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形例として、インタポーザ４０Ａと配線基板１０との間、すなわちインタポーザ４０Ａの
下面４０ｂ側に端子を設け、該端子を介して配線基板１０と配線経路Ｌｖｇ５とを直接的
に接続しても良い。配線基板１０と接続された端子から接地電位ＶＧ１を供給すれば、接
地電位ＶＧ１の供給経路が増えるので、配線経路Ｌｖｇ５の電位を安定化させることがで
きる。
【０１４８】
　また、図１４に示す例では、半導体部品６０の主面６０ｔには、外部（図１３に示す例
では電位供給部ＰＳ１）から電源電位ＶＤ１が供給可能な端子ＰＤ１４が配置されている
。半導体部品６０には、外部から電源電位ＶＤ３が供給可能な配線経路Ｌｖｄ３が接続さ
れている。半導体部品６０の端子ＰＤ１４は、インタポーザ４０Ａを介さず、かつ、バン
プ電極ＢＰ１４を介して配線基板１０と電気的に接続される。電源電位ＶＤ３は、例えば
、半導体部品６０のメモリ回路ＳＭＥ１、あるいは半導体部品６０の内部インタフェース
回路ＳＩＦ４、あるいはこれらの両方を駆動する駆動電源用の電位である。図１４に示す
ように、インタポーザ４０Ａを介さずに、配線基板１０から直接的に電源電位ＶＤ３を供
給することで、配線経路Ｌｖｄ３のインピーダンスを低減することができるので、電源電
位ＶＤ３を安定化させることができる。
【０１４９】
　また、図１４に示す例では、主面２０ｔにおいて、半導体部品６０の端子ＰＤ１２は、
端子ＰＤ１４と端子ＰＤ１３の間に配置されている。半導体部品６０に接地電位ＶＧ１を
供給する端子ＰＤ１２が端子ＰＤ１３の近くに配置されている場合、端子ＰＤ１２を経由
して端子ＰＤ１３に接地電位ＶＧ１を供給する際に接地電位ＶＧ１の供給経路距離が短く
なる。これにより、配線経路Ｌｖｇ５の電位を安定させることができる。
【０１５０】
　図１３に示す半導体装置ＰＫＧ３は、上記した相違点以外は図１～図１１を用いて説明
した半導体装置ＰＫＧ１と同様である。また、図１３に示す半導体部品３０Ｂは、上記し
た相違点を除き、図１～図１１を用いて説明した半導体部品３０と同様である。また、図
１３に示すインタポーザ４０Ａは、上記した相違点を除き、図１～図１１を用いて説明し
たインタポーザ４０と同様である。このため、上記相違点以外は、上記半導体部品３０を
半導体部品３０Ａに、インタポーザ４０をインタポーザ４０Ａに、上記半導体装置ＰＫＧ
１を半導体装置ＰＫＧ３に、それぞれ置き換えて適用可能なので、重複する説明は省略す
る。
【０１５１】
　＜変形例３＞
　また、図１に対する変形例として、信号伝送経路Ｌｓｇ２の配線経路距離をさらに短く
しても良い。図１５は、図１に示すインタポーザの周辺を拡大して示す説明図である。図
１６は、図１５に対する変形例であるインタポーザの周辺を拡大して示す説明図である。
【０１５２】
　図１５に示すように、半導体部品２０の端子ＰＤ２と半導体部品３０の端子ＰＤ３との
離間距離Ｄ１は、半導体部品２０の端子ＰＤ２と端子ＰＤ４との離間距離Ｄ２以上である
。半導体部品２０の端子ＰＤ２と半導体部品３０の端子ＰＤ３との離間距離Ｄ１を長くす
れば、信号伝送経路Ｌｓｇ２を構成する配線を引き回すスペースを増大させることができ
る。
【０１５３】
　一方、図１６に示す半導体装置ＰＫＧ４の場合、半導体部品２０の端子ＰＤ２と半導体
部品３０の端子ＰＤ３との離間距離Ｄ１は、半導体部品２０の端子ＰＤ２と端子ＰＤ４と
の離間距離Ｄ２より小さい。言い換えれば、図１６に示す半導体装置ＰＫＧ４が有するイ
ンタポーザ４０Ｂの信号伝送経路Ｌｓｇ２の伝送経路距離は、図１５に示す半導体装置Ｐ
ＫＧ１が有するインタポーザ４０の信号伝送経路Ｌｓｇ２の伝送経路距離より短い。そし
て、パラレル通信方式で信号が伝送される信号伝送経路Ｌｓｇ２の伝送距離を短くするこ
とで、スキューによる同期の問題、伝送損失増加の問題、あるいはクロストークノイズの
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問題などを抑制できる。
【０１５４】
　図１６に示す半導体装置ＰＫＧ４は、上記した相違点以外は図１～図１１を用いて説明
した半導体装置ＰＫＧ１と同様である。また、図１６に示すインタポーザ４０Ｂは、上記
した相違点を除き、図１～図１１を用いて説明したインタポーザ４０と同様である。この
ため、上記相違点以外は、インタポーザ４０をインタポーザ４０Ｂに、上記半導体装置Ｐ
ＫＧ１を半導体装置ＰＫＧ４に、それぞれ置き換えて適用可能なので、重複する説明は省
略する。
【０１５５】
　＜変形例４＞
　また、図５に示す例では、インタポーザ４０の下面４０ｂと配線基板１０の上面１０ｔ
の間に隙間があり、この隙間に樹脂体５５が配置されている実施態様について説明した。
しかし、インタポーザ４０の厚さ、あるいはバンプ電極５３の高さによっては、半導体部
品２０と配線基板１０との隙間にインタポーザ４０の一部分を配置することが難しい場合
もある。その場合には、図１７に示す半導体装置ＰＫＧ５のように、配線基板１０の上面
１０ｔ側の一部分に、キャビティ（開口部、段差部）１０ｃが設けられ、キャビティ１０
ｃ内にインタポーザ４０Ｃの一部分が配置されていても良い。図１７は、図５に対する変
形例である半導体装置の半導体部品とインタポーザとの接続部分の周辺を示す拡大断面図
である。
【０１５６】
　図１７に示す半導体装置ＰＫＧ５は、配線基板１０Ａの上面１０ｔ側の一部にキャビテ
ィ１０ｃが形成されている点で、図５に示す半導体装置ＰＫＧ１と相違する。また、図１
７に示すインタポーザ４０Ｃが有する半導体基板４４の厚さは、図５に示すインタポーザ
４０が有する半導体基板４４の厚さより厚い。この場合、インタポーザ４０Ｃの強度は、
インタポーザ４０の強度より高い。このため、インタポーザ４０Ｃの厚さおよびバンプ電
極５３の高さの合計値は配線基板１０の上面１０ｔと半導体部品２０の主面２０ｔとの離
間距離より大きい。しかし、配線基板１０Ａのように、キャビティ１０ｃが設けられてい
れば、インタポーザ４０Ｃの一部分（少なくとも下面４０ｂを含む一部分）をキャビティ
１０ｃ内に配置することで、インタポーザ４０Ｃと半導体部品２０とを接続することがで
きる。
【０１５７】
　図１７に示すようにインタポーザ４０Ｃの厚さおよびバンプ電極５３の高さの合計値が
、配線基板１０の上面１０ｔと半導体部品２０の主面２０ｔとの離間距離より大きくなる
要因は、半導体基板４４の厚さには限定されない。例えばインタポーザ４０の配線層数が
増加したことにより、インタポーザ４０の厚さが厚くなる場合もある。また例えば、バン
プ電極５３の高さが図５に示す例より高くなる場合もある。また、配線基板１０の上面１
０ｔと半導体部品２０の主面２０ｔとの離間距離が図５に示す例より小さくなった場合に
も、インタポーザ４０の厚さおよびバンプ電極５３の高さの合計値が、配線基板１０の上
面１０ｔと半導体部品２０の主面２０ｔとの離間距離より大きくなる。これらの場合のい
ずれにおいても、図１７に示す半導体装置ＰＫＧ５と同様に、配線基板１０Ａの上面１０
ｔ側の一部にキャビティ１０ｃが設けられていれば、インタポーザ４０の一部分が配線基
板１０と半導体部品２０の間に配置された構造にすることができる。
【０１５８】
　なお、図１７は、図５に対する変形例として説明したが、図６に示す半導体部品３０と
の関係においても同様である。すなわち、本変形例において、半導体部品２０として説明
した部分を半導体部品３０と読み替えて適用すれば良い。
【０１５９】
　また、図１７に示す半導体装置ＰＫＧ５は、上記した相違点以外は図１～図１１を用い
て説明した半導体装置ＰＫＧ１と同様である。また、図１７に示すインタポーザ４０Ｃは
、上記した相違点を除き、図１～図１１を用いて説明したインタポーザ４０と同様である
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。このため、上記相違点以外は、インタポーザ４０をインタポーザ４０Ｃに、上記半導体
装置ＰＫＧ１を半導体装置ＰＫＧ５に、それぞれ置き換えて適用可能なので、重複する説
明は省略する。
【０１６０】
　＜変形例５＞
　図５および図６に示す例では、インタポーザ４０の下面４０ｂには端子や電極などは、
設けられていない。インタポーザ４０の端子は全て上面４０ｔ側に配置されている。しか
し、図５および図６に対する変形例として、図１８に示す半導体装置ＰＫＧ６が有するイ
ンタポーザ４０Ｄのように、下面４０ｂ側に端子４７を設けても良い。図１８は、図５に
対する他の変形例である半導体装置の半導体部品とインタポーザとの接続部分の周辺を示
す拡大断面図である。
【０１６１】
　インタポーザ４０Ｄは、半導体基板４４を厚さ方向（主面４４ｔおよび下面４０ｂのう
ち、一方の面から他方の面に向かう方向）に貫通する複数の貫通電極４８を備えている。
複数の貫通電極４８は、半導体基板４４を厚さ方向に貫通するように形成された貫通孔に
例えば銅（Ｃｕ）などの導体を埋め込むことにより形成された導電経路である。貫通電極
４８は、一方の端部が下面４０ｂに形成された端子４７に接続され、他方の端部が配線層
Ｍ３の配線４３に接続されている。インタポーザ４０Ｄの場合、下面４０ｂに配置された
端子、４７および端子４７に接続されるバンプ電極５４を介して、例えば図１に示す電源
電位ＶＤ１、ＶＤ２、あるいは接地電位ＶＧ１などを供給することができる。この場合、
端子４７を介して供給される電源電位ＶＤ１、ＶＤ２、あるいは接地電位ＶＧ１を安定化
させることができる。バンプ電極５４は、例えば図１１を用いて説明した半田ボール、あ
るいは図１０を用いて説明した導体柱である。
【０１６２】
　ただし、この場合であっても、図１に示す信号伝送経路Ｌｓｇ１は、端子ＰＤ１に接続
される。すなわち、インタポーザ４０Ｄを介さずに、半導体部品２０に接続されているこ
とが好ましい。シリアル通信方式を利用して高速（高周波）で信号ＳＧ１を伝送する信号
伝送経路Ｌｓｇ１がインタポーザ４０Ｄを経由せず、バンプ電極ＢＰ１を介して配線基板
１０に接続されていれば、高速伝送経路の信号損失を低減できる。
【０１６３】
　なお、図１８は、図５に対する変形例として説明したが、図６に示す半導体部品３０と
の関係においても同様である。すなわち、本変形例において、半導体部品２０として説明
した部分を半導体部品３０と読み替えて適用すれば良い。
【０１６４】
　また、図１８に示す半導体装置ＰＫＧ６は、上記した相違点以外は図１～図１１を用い
て説明した半導体装置ＰＫＧ１と同様である。また、図１８に示すインタポーザ４０Ｄは
、上記した相違点を除き、図１～図１１を用いて説明したインタポーザ４０と同様である
。このため、上記相違点以外は、インタポーザ４０をインタポーザ４０Ｄに、上記半導体
装置ＰＫＧ１を半導体装置ＰＫＧ６に、それぞれ置き換えて適用可能なので、重複する説
明は省略する。
【０１６５】
　＜変形例６＞
　また、インタポーザの下面側に端子が設けられている実施態様には、図１８を用いて説
明したインタポーザ４０Ｄの他の変形例がある。図１９は、図５に対する他の変形例であ
る半導体装置の半導体部品とインタポーザとの接続部分の周辺を示す拡大断面図である。
【０１６６】
　図１９に示半導体装置ＰＫＧ７が有するインタポーザ４０Ｅは、積層された複数の配線
層を備える、所謂、多層配線基板である。図１９に示す例では、インタポーザ４０Ｅは上
面４０ｔ側から順に、配線層Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３、Ｍ４、および配線層Ｍ５の合計５層の配
線層を備える。複数の配線層のそれぞれは、配線４３などの導体パターンを有し、隣り合



(30) JP 6450864 B2 2019.1.9

10

20

30

40

50

う導体パターンは、絶縁層４５により覆われている。ただし、インタポーザ４０Ｅが備え
る配線層の数は、図４に示す例に限定されず、例えば、５層よりも少なくても良いし、５
層よりも多くても良い。また、インタポーザ４０Ｅが備える複数の配線層は、層間導電路
である、ビア配線を介して電気的に接続されている。
【０１６７】
　絶縁層４５は、例えば熱硬化性樹脂などの有機絶縁材料から成る。あるいは、絶縁層４
５は、例えば二酸化珪素（ＳｉＯ２）などのガラス材料（無機絶縁材料）で形成されてい
ても良い。無機絶縁材料で絶縁層４５を形成した場合、各配線層の下地を構成する絶縁層
４５の平坦性を向上させることができるので、複数の配線４３の配線幅を小さくしたり、
複数の配線４３の配置密度を配線基板１０の配線１３の配置密度より高くしたりできる。
【０１６８】
　また、インタポーザ４０Ｅの上面４０ｔには、複数のボンディングパッド４１が形成さ
れている。図１９では図示を省略するが、インタポーザ４０の上面４０ｔには、図６およ
い図９を用いて説明したボンディングパッド４２も形成されている。そして、複数のボン
ディングパッド４１（およびボンディングパッド４２）のそれぞれは、バンプ電極５３を
介して半導体部品２０と電気的に接続されている。また、インタポーザ４０Ｅの下面４０
ｂには、複数の端子４７が形成されている。そして、複数の端子４７のそれぞれは、バン
プ電極５４を介して配線基板１０と電気的に接続されている。ボンディングパッド４１（
およびボンディングパッド４２）と端子４７とは、インタポーザ４０Ｅの複数の配線層を
介して互いに電気的に接続されている。つまり、半導体装置ＰＫＧ７は、配線基板１０と
半導体部品２０とが、インタポーザ４０Ｅを介して電気的に接続される配線経路を有して
いる。
【０１６９】
　インタポーザ４０Ｅの場合、下面４０ｂに配置された端子、４７および端子４７に接続
されるバンプ電極５４を介して、例えば図１に示す電源電位ＶＤ１、ＶＤ２、あるいは接
地電位ＶＧ１などを供給することができる。この場合、端子４７を介して供給される電源
電位ＶＤ１、ＶＤ２、あるいは接地電位ＶＧ１を安定化させることができる。
【０１７０】
　ただし、上記した変形例５と同様に、図１に示す信号伝送経路Ｌｓｇ１は、端子ＰＤ１
に接続される。すなわち、インタポーザ４０Ｄを介さずに、半導体部品２０に接続されて
いることが好ましい。シリアル通信方式を利用して高速（高周波）で信号ＳＧ１を伝送す
る信号伝送経路Ｌｓｇ１がインタポーザ４０Ｄを経由せず、バンプ電極ＢＰ１を介して配
線基板１０に接続されていれば、高速伝送経路の信号損失を低減できる。
【０１７１】
　また、図示は省略するが、図１９に示す半導体装置ＰＫＧ７に対しては、種々の変形例
がある。例えば、図１９に示す複数の配線層の間に、例えば、ガラス繊維などの繊維材に
エポキシ樹脂などの樹脂材を含浸させた絶縁材料から成るコア絶縁層が配置されていても
良い。この場合、インタポーザ４０Ｅの強度を向上させることができる。また、コア絶縁
層が配置されている場合、ボンディングパッド４１と端子４７は、コア絶縁層を貫通する
スルーホール配線を介して電気的に接続される。
【０１７２】
　なお、図１９は、図５に対する変形例として説明したが、図６に示す半導体部品３０と
の関係においても同様である。すなわち、本変形例において、半導体部品２０として説明
した部分を半導体部品３０と読み替えて適用すれば良い。
【０１７３】
　また、図１９に示す半導体装置ＰＫＧ７は、上記した相違点以外は図１～図１１を用い
て説明した半導体装置ＰＫＧ１と同様である。また、図１９に示すインタポーザ４０Ｅは
、上記した相違点を除き、図１～図１１を用いて説明したインタポーザ４０と同様である
。このため、上記相違点以外は、インタポーザ４０をインタポーザ４０Ｅに、上記半導体
装置ＰＫＧ１を半導体装置ＰＫＧ７に、それぞれ置き換えて適用可能なので、重複する説
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明は省略する。
【０１７４】
　＜変形例７＞
　また、上記変形例５で説明したインタポーザ４０Ｄや上記変形例６で説明したインタポ
ーザ４０Ｅのように、インタポーザの下面４０ｂ側に端子４７を配置する技術を用いれば
、図２０に示す半導体装置ＰＫＧ８のように、半導体部品３０に接続される全ての配線経
路がインタポーザ４０Ｆを介して接続された構造にすることができる。図２０は、図１に
対する他の変形例である半導体装置の構成例を模式的に示す説明図である。
【０１７５】
　図２０に示す半導体装置ＰＫＧ８は、半導体部品３０の複数の端子ＰＤ７Ａおよび端子
ＰＤ８Ａのそれぞれが、インタポーザ４０Ｆを介して配線基板１０と電気的に接続されて
いる点で、図１に示す半導体装置ＰＫＧ１と相違する。
【０１７６】
　インタポーザ４０Ｆが有する下面４０ｂには、複数の端子４７が配置されている。複数
の端子４７の詳細な構造は、図１８を用いて説明したインタポーザ４０Ｄの構造、あるい
は図１９を用いて説明したインタポーザ４０Ｅの構造を適用できるので、重複する説明は
省略する。
【０１７７】
　また、半導体部品３０Ｃには、外部（図２０に示す例では電位供給部ＰＳ１）から接地
電位ＶＧ１が供給可能な端子ＰＤ７Ａおよび電源電位ＶＤ２が供給可能な端子ＰＤ８Ａが
配置されている。半導体部品３０の端子ＰＤ７Ａは、バンプ電極ＢＰ７Ａを介してインタ
ポーザ４０Ｆと電気的に接続されている。また、端子ＰＤ７Ａは、インタポーザ４０Ｆの
端子４７を介して配線基板１０と電気的に接続されている。また、半導体部品３０Ｃの端
子ＰＤ８Ａは、バンプ電極ＢＰ８Ａを介してインタポーザ４０Ｆと電気的に接続されてい
る。また、端子ＰＤ８Ａは、インタポーザ４０Ｆの端子４７を介して配線基板１０と電気
的に接続されている。
【０１７８】
　図２０に示す半導体装置ＰＫＧ８は、上記した相違点以外は図１～図１１を用いて説明
した半導体装置ＰＫＧ１と同様である。また、図２０に示す半導体部品３０Ｃは、上記し
た相違点を除き、図１～図１１を用いて説明した半導体部品３０と同様である。また、図
２０に示すインタポーザ４０Ｆは、上記した相違点を除き、図１～図１１を用いて説明し
たインタポーザ４０と同様である。このため、上記相違点以外は、上記半導体部品３０を
半導体部品３０Ｃに、インタポーザ４０をインタポーザ４０Ｆに、上記半導体装置ＰＫＧ
１を半導体装置ＰＫＧ８に、それぞれ置き換えて適用可能なので、重複する説明は省略す
る。
【０１７９】
　＜変形例８＞
　図２１は、図１に対する他の変形例である半導体装置の構成例を模式的に示す説明図で
ある。図１では、半導体部品２０と半導体部品３０とを電気的に接続する配線部材として
、互いに絶縁された複数の配線を有する配線基板であるインタポーザを取り上げて説明し
た。半導体部品２０と半導体部品３０とを電気的に接続する配線部材としては、図２１に
示す半導体装置ＰＫＧ９が有する配線部材４０Ｇのように、一方の端部が半導体部品の端
子ＰＤ２（または端子ＰＤ５）に接続され、他方の端部が半導体部品３０の端子ＰＤ３（
または端子ＰＤ９）に接続された複数のワイヤ４０Ｗにより構成されていても良い。この
場合、複数のワイヤ４０Ｗが互いに接触することを抑制するため、複数のワイヤ４０Ｗは
樹脂体（例えば図４に示す樹脂体５６を参照）で封止されていることが好ましい。
【０１８０】
　＜変形例９＞
　図２２は、図１に対する他の変形例である半導体装置の構成例を模式的に示す説明図で
ある。また、図２３は、図２２に対する変形例である半導体装置の構成例を模式的に示す
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説明図である。図１では、半導体部品３０に電源電位ＶＤ２を供給可能な端子ＰＤ８と配
線基板１０とをインタポーザ４０を介さずに接続することで、電源電位ＶＤ２を安定化さ
せる実施態様について説明した。図２２に示す半導体装置ＰＫＧ１０のように、配線基板
１０Ｂの上面１０ｔと下面１０ｂとの間において、半導体部品３０と厚さ方向に重なる位
置に、コンデンサＣ１を配置しても良い。
【０１８１】
　図２２に示すコンデンサＣ１は、配線基板１０Ｂの上面１０ｔと下面１０ｂとの間に配
置された基板内蔵型のコンデンサである。コンデンサＣ１の一方の電極は、配線経路Ｌｖ
ｄ２に接続され、他方の電極は、配線経路Ｌｖｇ３に接続されている。言い換えれば、コ
ンデンサＣ１は、コア回路ＳＣＲ１（例えば演算処理回路）の駆動電源を供給する配線経
路中に並列接続で配置されている。この場合、コンデンサＣ１は、配線経路Ｌｖｄ２に含
まれるノイズ（信号）を配線経路Ｌｖｇ３側にバイパスして流す、バイパスコンデンサと
して機能させることができる。また、コンデンサＣ１は、半導体部品３０のコア回路ＳＣ
Ｒ１に流れる電流のループ（経路距離）を小さくすることで、配線経路Ｌｖｄ２および配
線経路Ｌｖｇ３に含まれるインピーダンス成分の影響を低減する、デカップリングコンデ
ンサとして機能させることができる。また、供給された電力を消費する回路の近傍に、コ
ンデンサＣ１を接続することで、瞬間的に駆動電圧が降下する現象を抑制する、バッテリ
として機能させることができる。
【０１８２】
　また、図２２に対する更なる変形例として、図２３に示す半導体装置ＰＫＧ１１が有す
るコンデンサＣ１のように、半導体部品３０と厚さ方向に重なる位置に配置されているコ
ンデンサＣ１は、配線基板１０の下面１０ｂ側に搭載された、表面実装型のコンデンサで
あっても良い。表面実装型のコンデンサの場合、配線基板１０が完成した後で、コンデン
サＣ１を実装すれば良いので、図２２に示す基板内蔵型のコンデンサと比較して、製造工
程を簡単にできる。一方、図２２に示す基板内蔵型のコンデンサＣ１を用いれば、表面実
装型のコンデンサと比較して、コンデンサＣ１とコア回路ＳＣＲ１との配線経路距離を短
くできる。
【０１８３】
　このように、半導体部品３０と厚さ方向に重なる位置に、コンデンサＣ１が配置されて
いる半導体装置ＰＫＧ１０は、半導体装置ＰＫＧ１と比較して、コア回路ＳＣＲ１に供給
される電源電位ＶＤ２をさらに安定化させることができる。
【０１８４】
　また、コア回路ＳＣＲ１とコンデンサＣ１との経路距離を短くする観点からは、図２２
に示すように、コンデンサＣ１は厚さ方向において、コア回路ＳＣＲ１と重なっているこ
とが特に好ましい。
【０１８５】
　図２２に示す半導体装置ＰＫＧ１０は、上記した相違点以外は図１～図１１を用いて説
明した半導体装置ＰＫＧ１と同様である。また、図２０に示す配線基板１０Ｂは、上記し
た相違点を除き、図１～図１１を用いて説明した配線基板１０と同様である。このため、
上記相違点以外は、上記配線基板１０を配線基板１０Ｂに、上記半導体装置ＰＫＧ１を半
導体装置ＰＫＧ１０に、それぞれ置き換えて適用可能なので、重複する説明は省略する。
【０１８６】
　＜変形例１０＞
　図２４は、図４に対する変形例である半導体装置の構成例を模式的に示す説明図である
。図２や図４では、半導体部品２０の裏面２０ｂおよび半導体部品３０の裏面３０ｂが露
出する実施態様について説明した。しかし、図２４に示す半導体装置ＰＫＧ１２のように
、半導体部品２０の裏面２０ｂおよび半導体部品３０の裏面３０ｂに放熱板７０が取り付
けられていても良い。
【０１８７】
　図２４に示す例では、放熱部品７０は金属板であって、接着材７１を介して半導体部品
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２０の裏面２０ｂおよび半導体部品３０の裏面３０ｂに接着固定されている。接着材７１
は、樹脂製の接着材であっても良いが、放熱性を向上させる観点から、樹脂材料中に金属
粒子やカーボン粒子など、母材よりも熱伝導率が高い放熱材料からなる複数の粒子が含有
されていることが好ましい。
【０１８８】
　図２４に示す例では、配線基板１０の上面１０ｔから半導体部品２０の裏面２０ｂまで
の高さと、配線基板１０の上面１０ｔから半導体部品３０の裏面３０ｂまでの高さが同程
度である。このため、半導体部品２０の裏面２０ｂおよび半導体部品３０の裏面３０ｂに
放熱板７０が取り付けられている。図示は省略するが、配線基板１０の上面１０ｔから半
導体部品２０の裏面２０ｂまでの高さと、配線基板１０の上面１０ｔから半導体部品３０
の裏面３０ｂまでの高さが異なる場合もある。この場合、少なくとも半導体部品３０の裏
面３０ｂには、放熱部品７０が取り付けられていることが好ましい。図１を用いて説明し
たように、半導体部品３０はコア回路ＳＣＲ１を有し、半導体部品２０と比較して発熱し
易い。したがって、相対的に発熱量が大きい半導体部品３０に放熱部品７０を取り付ける
ことで、半導体装置ＰＫＧ１２の放熱性を向上させることができる。
【０１８９】
　＜変形例１１＞
　図２５および図２６は、図１１に示す半導体部品と配線基板とを電気的に接続するバン
プ電極に対する変形例を示す拡大断面図である。
【０１９０】
　図１１に示す例では、半導体部品２０の端子２１と配線基板１０のボンディングパッド
１６とが半田材料から成るバンプ電極５１を介して電気的に接続され、半導体部品３０の
端子３１と配線基板１０のボンディングパッド１６とが半田材料から成るバンプ電極５１
を介して電気的に接続されている例について説明した。バンプ電極５１およびバンプ電極
５２の構造には、種々の変形例が適用可能である。
【０１９１】
　例えば、図２５に示すバンプ電極５７のように、導体柱５７Ａと半田層５７Ｂとを備え
たバンプ電極５７を介して端子２１（または端子３１）とボンディングパッド１６とが電
気的に接続された構造であっても良い。
【０１９２】
　また、図２５に示す例では、ボンディングパッド１６のうちの一部分が絶縁膜１７に覆
われた、ＳＭＤ（solder mask defined）構造である実施態様を例示的に示している。し
かし、図２６に示す変形例のように、ボンディングパッド１６が絶縁膜１７（図２５参照
）から露出する、ＮＳＭＤ（non solder mask defined）構造である実施態様であっても
良い。
【０１９３】
　以上、本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発
明は上記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可
能であることはいうまでもない。
【０１９４】
　例えば、上記実施の形態で説明した技術思想の要旨を逸脱しない範囲内において、変形
例同士を組み合わせて適用することができる。
【０１９５】
　その他、上記実施の形態に記載された内容の一部を以下に記載する。
【０１９６】
　〔付記１〕
　第１面、および前記第１面の反対側に位置する第２面を備える配線基板と、
　第１主面および前記第１主面の反対側に位置する第１裏面を備え、前記第１主面と前記
配線基板との前記第１面とが対向した状態で前記配線基板の前記第１面上に搭載される第
１半導体部品と、
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　第２主面および前記第２主面の反対側に位置する第２裏面を備え、前記第２主面と前記
配線基板との前記第１面とが対向した状態で前記配線基板の前記第１面上に搭載される第
２半導体部品と、
　前記第１半導体部品と前記第２半導体部品とを電気的に接続する複数の配線経路を備え
る第１配線部材と、
　を有し、
　前記第１半導体部品の前記第１主面には、前記第１配線部材を介さず、かつ、第１バン
プ電極を介して前記配線基板と電気的に接続される第１端子、および第２バンプ電極を介
して前記第１配線部材と電気的に接続される第２端子が配置され、
　前記第２半導体部品の前記第２主面には、第３バンプ電極を介して前記第１配線部材と
電気的に接続される第３端子、および前記第１配線部材を介さず、かつ、第３バンプ電極
を介して前記配線基板と電気的に接続される第４端子が配置され、
　前記第１バンプ電極、前記第２バンプ電極、および前記第３バンプ電極のそれぞれは、
樹脂で封止されている、半導体装置。
【０１９７】
　〔付記２〕
　付記１において、
　前記第２バンプ電極および前記第３バンプ電極の体積は、前記第１バンプ電極の体積よ
り小さい、半導体装置。
【０１９８】
　〔付記３〕
　付記２において、
　前記第２バンプ電極および前記第３バンプ電極は、第１の樹脂体により封止され、前記
第１バンプ電極は、前記第１の樹脂体とは別の第２の樹脂体により封止されている、半導
体装置。
【符号の説明】
【０１９９】
１０，１０Ａ，１０Ｂ　配線基板
１０ｂ　下面（面、実装面）
１０ｃ　キャビティ（開口部、段差部）
１０ｓ　側面
１０ｔ　上面（面、チップ搭載面）
１１　半田ボール（外部端子）
１２　ランド（外部端子、半田ボール接続用パッド）
１３　配線
１３Ｐ　導体プレーン
１４　絶縁層
１４ｃ　コア層（コア材、コア絶縁層、絶縁層）
１５ＴＷ　スルーホール配線
１５ＶＷ　ビア配線
１６　ボンディングパッド（基板端子、半導体部品接続用端子）
１７　絶縁膜（ソルダレジスト膜）
２０，３０，３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃ，６０，６１　半導体部品
２０ｂ，３０ｂ　裏面
２０ｓ１，２０ｓ２　辺
２０ｔ，３０ｔ，６０ｔ　主面
２１，２２，３１，３２，ＰＤ１，ＰＤ２，ＯＤ３，ＰＤ４，ＰＤ５，ＰＤ６，ＰＤ７，
ＰＤ７Ａ，ＰＤ８，ＰＤ８Ａ，ＰＤ９，ＰＤ１０，ＰＤ１１，ＰＤ１２，ＰＤ１３，ＰＤ
１４　端子（電極、部品電極、パッド）
２３，３３　半導体基板（基材）
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２３ｔ，３３ｔ　主面
２４，３４　配線層
２５，３５　パッシベーション膜
４０，４０Ａ，４０Ｂ，４０Ｃ，４０Ｄ，４０Ｅ，４０Ｆ，４０ｈ　インタポーザ
４０ｂ　下面（面、裏面）
４０Ｇ　配線部材
４０ｓ　側面
４０ｔ　上面（面、中継端子配置面）
４０Ｗ　ワイヤ
４１，４２　ボンディングパッド（端子、中継基板端子）
４３　配線
４４　半導体基板（基材）
４４ｔ　主面
４５　絶縁層
４６　パッシベーション膜
４７　端子
４８　貫通電極
５１，５２，５３，５４，ＢＰ１，ＢＰ２，ＢＰ３，ＢＰ４，ＢＰ５，ＢＰ６，ＢＰ７，
ＢＰ８，ＢＰ９，ＢＰ１２，ＢＰ１３，ＢＰ１４，ＢＰｈ１　バンプ電極（導電性部材）
５３Ａ　導体柱
５３ｂ　下面
５３Ｂ　半田層
５３ｔ　上面
５５，５６　樹脂体
５６ｓ　境界面
７０　放熱板
７０　放熱部品
７１　接着材
Ｃ１　コンデンサ
Ｄ１，Ｄ２　離間距離
ＤＳｎ，ＤＳｐ　差動信号伝送経路
ＥＸ１，ＥＸ２　外部機器
Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３，Ｌ４，Ｌ５，Ｌ６，Ｌ７，Ｌ８，Ｍ１，Ｍ２，Ｍ３，Ｍ４，Ｍ５　配
線層
Ｌｓｇ１，Ｌｓｇ２，Ｌｓｇ３，Ｌｓｇ４　信号伝送経路（配線経路）
Ｌｖｄ１，Ｌｖｄ２，Ｌｖｄ３，Ｌｖｇ１，Ｌｖｇ２，Ｌｖｇ３，Ｌｖｇ４，Ｌｖｇ５　
配線経路
ＭＢ１　実装基板（マザーボード）
ＰＫＧ１，ＰＫＧ２，ＰＫＧ３，ＰＫＧ４，ＰＫＧ５，ＰＫＧ６，ＰＫＧ７，ＰＫＧ８，
ＰＫＧ９，ＰＫＧ１０，ＰＫＧ１１，ＰＫＧ１２，ＰＫＧｈ１　半導体装置
ＰＳ１　電位供給部
ＳＣＲ１　コア回路（主回路）
ＳＧ１，ＳＧ２，ＳＧ３，ＳＧ４　信号
ＳＩＦ１　外部インタフェース回路（外部入出力回路）
ＳＩＦ２，ＳＩＦ３，ＳＩＦ４　内部インタフェース回路（内部入出力回路）
ＳＭＥ１　メモリ回路（主記憶回路、記憶回路）
ＶＤ１，ＶＤ２，ＶＤ３　電源電位
ＶＧ１　接地電位
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